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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流駆動発光素子と、駆動用トランジスタとを含む表示装置において、
　上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子とをソース配線および第５スイ
ッチ用トランジスタを介して接続するための第１スイッチ用トランジスタと、
　上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電源配線との間に接続される第１コンデンサ
と、
　上記駆動用トランジスタの電流制御端子に一方の端子である第１端子が接続される第２
コンデンサと、
　上記第２コンデンサのもう一方の端子である第２端子と、駆動用トランジスタの電流出
力端子とを第５スイッチ用トランジスタおよびソース配線を介して接続するための第２ス
イッチ用トランジスタと、
　上記第２コンデンサの上記第２端子と所定電圧線とを接続するための第３スイッチ用ト
ランジスタと、
　第２コンデンサの上記第２端子と上記電流駆動発光素子との間の経路、および上記駆動
用トランジスタの電流出力端子と上記電流駆動発光素子との間の経路に配置される第４ス
イッチ用トランジスタとを備えていることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　電流駆動発光素子と、駆動用トランジスタとを含む表示装置において、
　上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子とを接続するための第１スイッ
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チ用トランジスタと、
　上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電源配線との間に接続される第１コンデンサ
と、
　上記駆動用トランジスタの電流制御端子に一方の端子である第１端子が接続される第２
コンデンサと、
　上記第２コンデンサのもう一方の端子である第２端子と、駆動用トランジスタの電流入
力端子とを接続するための第２スイッチ用トランジスタと、
　上記第２コンデンサの上記第２端子と所定電圧線とを接続するための第３スイッチ用ト
ランジスタと、
　第２コンデンサの上記第２端子と上記電流駆動発光素子との間の経路、および上記駆動
用トランジスタの電流入力端子と上記電流駆動発光素子との間の経路に配置される第４ス
イッチ用トランジスタとを備えていることを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　上記駆動用トランジスタの電流書き込み期間における第１の期間において、上記第１ス
イッチ用トランジスタおよび第５スイッチ用トランジスタが上記駆動用トランジスタの電
流制御端子と電流出力端子とを接続させるとともに、上記第３スイッチ用トランジスタが
上記第２コンデンサの第２端子と所定電圧線とを接続させ、
　上記電流書き込み期間における第２の期間において、上記第１スイッチ用トランジスタ
が上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子との接続を遮断し、上記第３ス
イッチ用トランジスタが上記第２コンデンサの第２端子と所定電圧線との接続を遮断し、
上記第２スイッチ用トランジスタが上記第２コンデンサの第２端子と上記駆動用トランジ
スタの電流出力端子とを接続させ、
　上記駆動用トランジスタの読み出し期間において、上記第２スイッチ用トランジスタが
上記第２コンデンサの第２端子と電流出力端子との接続を遮断させ、上記駆動用トランジ
スタが上記第４スイッチ用トランジスタを介して上記電流駆動発光素子に電流を供給する
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　上記駆動用トランジスタの電流書き込み期間における第１の期間において、上記第１ス
イッチ用トランジスタが上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子とを接続
させるとともに、上記第３スイッチ用トランジスタが上記第２コンデンサの第２端子と所
定電圧線とを接続させ、
　上記電流書き込み期間における第２の期間において、上記第１スイッチ用トランジスタ
が上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子との接続を遮断し、上記第３ス
イッチ用トランジスタが上記第２コンデンサの第２端子と所定電圧線との接続を遮断し、
上記第２スイッチ用トランジスタが上記第２コンデンサの第２端子と上記駆動用トランジ
スタの電流入力端子とを接続させ、
　上記駆動用トランジスタの読み出し期間において、上記第２スイッチ用トランジスタが
上記第２コンデンサの第２端子と上記駆動用トランジスタの電流入力端子との接続を遮断
させ、上記駆動用トランジスタが上記第４スイッチ用トランジスタを介して上記電流駆動
発光素子に電流を供給することを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項５】
　上記第１コンデンサ、第２コンデンサ、第１スイッチ用トランジスタ、第２スイッチ用
トランジスタ、第３スイッチ用トランジスタ、第４スイッチ用トランジスタ、および第５
スイッチ用トランジスタからなる構成を、各画素回路毎に備えていることを特徴とする請
求項１または３に記載の表示装置。
【請求項６】
　上記第１コンデンサ、第２コンデンサ、第１スイッチ用トランジスタ、第２スイッチ用
トランジスタ、第３スイッチ用トランジスタ、および第４スイッチ用トランジスタからな
る構成を、各画素回路毎に備えていることを特徴とする請求項２または４に記載の表示装
置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ（Electro Luminescence）ディスプレイやＦＥＤ（Field Emission
 Display）等の電流駆動素子を用いた表示装置およびその駆動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬディスプレイやＦＥＤ等の電流駆動発光素子の研究開発が活発に行われ
ている。特に有機ＥＬディスプレイは、低電圧・低消費電力で発光可能なディスプレイと
して、携帯電話やＰＤＡ（Personal Digital Assistants）などの携帯機器用として注目
されている。
【０００３】
　この有機ＥＬディスプレイ用の電流駆動画素回路構成として、非特許文献１および特許
文献２に示された回路構成を図２２に示す。
【０００４】
　図２２に示す回路構成では、駆動用ＴＦＴ（Thin Film Transistor）１０１のソース端
子は電源配線Ｖｓへ接続され、駆動用ＴＦＴ１０１のゲート端子はコンデンサ１０４を介
して電源配線Ｖｓへ接続されている。駆動用ＴＦＴ１０１のドレイン端子と有機ＥＬ素子
１０３の陽極との間にはスイッチ用ＴＦＴ１０２が配置され、有機ＥＬ素子１０３の陰極
は共通配線Ｖｃｏｍに接続されている。
【０００５】
　また、駆動用ＴＦＴ１０１とスイッチ用ＴＦＴ１０２との接続点には選択用ＴＦＴ１０
６とスイッチ用ＴＦＴ１０５とが接続されている。選択用ＴＦＴ１０６のソース端子はソ
ース配線Ｓｊへ接続され、スイッチ用ＴＦＴ１０５のソース端子は駆動用ＴＦＴ１０１の
ゲート端子へ接続されている。
【０００６】
　この構成では、走査配線ＧｉにＬｏｗの信号が与えられる場合（選択期間）、スイッチ
用ＴＦＴ１０２がＯＦＦ状態となり、選択用ＴＦＴ１０６とスイッチ用ＴＦＴ素子１０５
とがＯＮ状態となる。この場合、電源配線Ｖｓより駆動用ＴＦＴ１０１および選択用ＴＦ
Ｔ１０６を介してソース配線Ｓｊへ電流を流すことができる。このときの電流値をソース
配線Ｓｊに繋がる図示しないソースドライバ回路の電流源で制御すれば、駆動用ＴＦＴ１
０１へそのソースドライバ回路で規定された電流値が流れるように駆動用ＴＦＴ素子１０
１のゲート電圧が設定される。
【０００７】
　また、走査配線ＧｉにＨｉｇｈの信号が与えられる場合（非選択期間）、選択用ＴＦＴ
１０６とスイッチ用ＴＦＴ１０５とがＯＦＦ状態となり、スイッチ用ＴＦＴ１０２がＯＮ
状態となる。この非選択期間においては、上記選択期間においてソース配線Ｓｊから駆動
用ＴＦＴ素子１０１のゲートに対して設定された電位がコンデンサ１０４にて保持される
。このため、非選択期間において、駆動用ＴＦＴ１０１にて設定された電流値を有機ＥＬ
素子１０３へ流すことができる。
【０００８】
　また、これに類似した電流駆動画素回路構成として、非特許文献２および特許文献１で
示された画素回路構成を図２３に示す。
【０００９】
　図２３の回路構成では、駆動用ＴＦＴ１０８のソース端子とゲート端子との間にコンデ
ンサ１１１が配置され、ゲート端子とドレイン端子との間にスイッチ用ＴＦＴ１１２が配
置され、そのドレイン端子に有機ＥＬ素子１０９の陽極が配置されている。そして、駆動
用ＴＦＴ１０８のソース端子と電源配線Ｖｓとの間にスイッチ用ＴＦＴ１０７が配置され
、ソース配線Ｓｊとの間に選択用ＴＦＴ１１０が配置されている。
【００１０】
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　これら選択用ＴＦＴ１１０およびスイッチ用ＴＦＴ１０７，１１２のゲート端子には各
々制御配線Ｗｉ，Ｒｉ，走査配線Ｇｉが接続されている。
【００１１】
　この画素回路構成の動作を、図２４に示すタイミングチャートを用いて以下に説明する
。このタイミングチャートは、制御配線Ｗｉ，Ｒｉ、走査配線Ｇｉおよびソース配線Ｓｊ
の各配線に与えられる信号のタイミングを示している。
【００１２】
　図２４では時間０～３ｔ１が選択期間を示しており、該選択期間において制御配線Ｒｉ
の電位はＨｉｇｈ（ＧＨ）となっており、スイッチ用ＴＦＴ１０７をＯＦＦ状態とする。
また、同時に制御配線Ｗｉの電位はＬｏｗ（ＧＬ）となっており、選択用ＴＦＴ１１０を
ＯＮ状態とする。これにより、選択期間では、ソース配線Ｓｊから選択用ＴＦＴ１１０お
よび駆動用ＴＦＴ１０８を介して有機ＥＬ素子１０９へ電流が流れる状態となる。
【００１３】
　この選択期間において、時間０～２ｔ１の期間では、走査配線Ｇｉの電位はＨｉｇｈと
なっており、スイッチ用ＴＦＴ１１２をＯＮ状態とするため、ソース配線Ｓｊに繋がる図
示しないソースドライバ回路から有機ＥＬ素子１０９へ電流が流れる。このとき、駆動用
ＴＦＴ１０８のゲート電位は、上記ソースドライバ回路で規定された電流値が流れるよう
設定される。
【００１４】
　そして、時間２ｔ１～３ｔ１の期間では、スイッチ用ＴＦＴ１１２はＯＦＦ状態とされ
るが、駆動用ＴＦＴ１０８のゲート電位はコンデンサ１１１によって保持され、この期間
においてもソース配線Ｓｊから有機ＥＬ素子１０９へ電流が流れる。
【００１５】
　時間３ｔ１以降（非選択期間）では、スイッチ用ＴＦＴ１１０をＯＦＦ状態とし、スイ
ッチ用ＴＦＴ１０７をＯＮ状態とする。このため、非選択期間においては、電源配線Ｖｓ
より設定された電流値が有機ＥＬ素子１０９へ流れるよう制御される。
【非特許文献１】M.T.Johnson、他５名，“Active Matrix PolyLED Displays”，ＩＤＷ 
'００，2000，p.235-238
【非特許文献２】Simon W-B.Tam、他５名，“Polysilicon TFT Drivers for Light Emitt
ing Polymer Displays”，ＩＤＷ '９９，1999，p.175-178
【特許文献１】特表２００２－５１４３２０号公報（国際公開日平成１０年１０月２９日
）
【特許文献２】特表２００２－５１７８０６号公報（国際公開日平成１１年１２月１６日
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、非特許文献２に示される上記画素回路構成では駆動用ＴＦＴ１０８の閾
値電圧・移動度のばらつきにより、非選択期間において有機ＥＬ素子１０９を流れる電流
値がばらつくという問題がある。
【００１７】
　この電流値のばらつきの影響がどの程度あるか知るために、図２３における画素回路構
成で、駆動用ＴＦＴ１０８の閾値電圧・移動度を以下の表３に示す５つの条件で振り、有
機ＥＬ素子１０９を流れる電流値をシミュレーションで求めた。その結果を図２５に示す
。
【００１８】
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【表３】

【００１９】
　図２５におけるシミュレーションでは、０．２４ｍｓ毎に選択期間が来るよう設定し、
最初の時間０．２７ｍｓ～０．５１ｍｓの間でソース配線Ｓｊへ電流値０．１μＡが流れ
るよう設定した。それ以降は、時間０．２４ｍｓ毎に、ソース配線Ｓｊへ流れる電流値を
０．１μＡ刻みで０．９μＡまで増加させ、その後０に戻し、再度０．１μＡ刻みで増加
させている。
【００２０】
　即ち、上記シミュレーションにおける最初の選択期間は、時間０．２７～０．３０ｍｓ
の間であり、この選択期間においてソース配線Ｓｊへ流れている電流値０．１μＡにより
駆動用ＴＦＴ１０８のゲート端子電位が規定され、その期間だけ有機ＥＬ素子１０９を流
れる電流値が０．１μＡに設定される。尚、この時のゲート電位は、その後の非選択期間
０．３１～０．５１ｍｓにおいても保持されているが、その非選択期間において有機ＥＬ
素子１０９を流れる電流値は、０．１２～０．１３μＡ程度のばらつきを持つ。
【００２１】
　このシミュレーションにおいて、ソース配線Ｓｊに流した電流値（０～０．９μＡ迄の
１０点）を横軸にし、これらの各電流値を与えた後の非選択期間における有機ＥＬ素子１
０９へ流れる電流値を縦軸として、そのばらつきを示したのが図２６である。図２６にお
いて、ソース配線Ｓｊへ０．９μＡの電流を流した後の非選択期間では、有機ＥＬ素子１
０９を流れる電流値は約０．９５～１．１２μＡ（＋５％～＋２４％）の範囲でばらつい
ている。
【００２２】
　このばらつきが起きる原因は、図２７に示すように選択期間（概ね２７０～３００μｓ
の間）と非選択期間（それ以外の期間）とにおいて駆動用ＴＦＴ１０８のソース・ドレイ
ン間電圧Ｖｓｄが変化するためである。なお、図２７は、上記表１において示した駆動用
ＴＦＴ１０８の５つの閾値電圧・移動度条件を用いてシミュレーションした結果を示して
おり、各電圧値Ｖｓｇ（１）～Ｖｓｇ（５）、Ｖｓｄ（１）～Ｖｓｄ（５）のそれぞれは
、表１におけるＩｏｌｅｄ（１）～（５）の条件と一致する。
【００２３】
　すなわち、図２３の回路構成では、図２７に示すように、選択期間内における電流書き
込み時（図２４の時間０～２ｔ１の期間、図２７では概ね時間２７０～２９０μｓの間）
はスイッチ用ＴＦＴ１１２がＯＮ状態となるので、駆動用ＴＦＴ１０８のソース・ドレイ
ン間電圧Ｖｓｄはソース・ゲート間電圧Ｖｓｇと一致している。
【００２４】
　この時の駆動用ＴＦＴ１０８のソース・ゲート間電圧Ｖｓｇは、駆動用ＴＦＴ１０８の
閾値電圧・移動度により決まる。すなわち、閾値が１Ｖの場合と２Ｖの場合とでは、１Ｖ
程度のばらつきが発生する。実際、上記シミュレーション結果では、ソース配線Ｓｊに０
．１μＡの電流を流したとき、ソース・ゲート間電圧Ｖｓｇは約１．４Ｖ～３．６Ｖの範
囲でばらついている。
【００２５】
　その後、スイッチ用ＴＦＴ１１２をＯＦＦ状態とすると（概ね２９０μｓ以降）、駆動
用ＴＦＴ１０８のソース・ゲート間電位は保持されるが、ソース・ドレイン間電圧Ｖｓｄ
は変化する。
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【００２６】
　特に、非選択期間となった後（概ね３００μｓ以降）は、ソース・ドレイン間電圧Ｖｓ
ｄは６Ｖ程度に変化する。この電圧Ｖｓｄは、有機ＥＬ素子１０９の印加電圧対電流値特
性により、該有機ＥＬ素子１０９に電流値０．１μＡを流すのに必要な電圧Ｖｏｌｅｄに
より決まる。このシミュレーションでは、電圧Ｖｏｌｅｄは、
　　　　　Ｖｏｌｅｄ＝Ｖｓ－６Ｖ
程度の特性としている。また、この有機ＥＬ素子１０９の印加電圧対電流値特性はダイオ
ード的な特性（印加電圧に対して電流値が指数関数的に増える）なので、有機ＥＬ素子１
０９を流れる電流値が数割程度異なっても、駆動用ＴＦＴ１０８のソース・ドレイン間電
圧は余りばらつかない。
【００２７】
　もし、この駆動用ＴＦＴ１０８が理想的なＦＥＴであれば、ゲート・ソース間電位Ｖｓ
ｇが一定であり、
　　　　　ソース・ドレイン間電圧Ｖｓｄ＞ゲート・ソース間電位Ｖｓｇ
の条件を満たす場合、ソース・ドレイン間電圧Ｖｓｄが変化しても、ソース・ドレイン間
を流れる電流値は変化しない。しかし、現実のＴＦＴでは、図２８に示すように、ゲート
・ソース間電位Ｖｓｇが一定であっても、ソース・ドレイン間電圧Ｖｓｄが増えれば、ソ
ース・ドレイン間を流れる電流値も増える。なお、図２８は、上記表１において示した駆
動用ＴＦＴ１０８の５つの閾値電圧・移動度条件を用いてシミュレーションした結果を示
しており、各電流値Ｉｔｆｔ（１）～Ｉｔｆｔ（５）のそれぞれは、表１におけるＩｏｌ
ｅｄ（１）～（５）の条件と一致する。
【００２８】
　上記図２８に示す結果より、駆動用ＴＦＴ１０８の閾値電圧・移動度により、電流書き
込み時のソース・ドレイン間電圧Ｖｓｄがばらつけば、非選択期間でのソース・ドレイン
間電流がばらつく。その結果、有機ＥＬ素子１０９を流れる電流値も変化する。
【００２９】
　そこで、図２９に示すように、駆動用ＴＦＴ１０８と有機ＥＬ素子１０９を直列に接続
した回路を用い、非選択期間でのソース・ドレイン間電流がばらつきを調べた。この時、
駆動用ＴＦＴ１０８のゲート端子へ、上記図２７の電流書き込み時に得られた駆動用ＴＦ
Ｔ１０８のゲート・ソース間電位Ｖｇｄを印加し、さらに電源電圧Ｖｓ－Ｖｃｏｍを変化
させ、有機ＥＬ素子１０９を流れる電流を上記駆動用ＴＦＴ１０８の５つの閾値電圧・移
動度条件を用いてシミュレーションした。このシミュレーション結果を図３０に示す。
【００３０】
　図３０では、ソース配線Ｓｊへ０．５μＡの電流を供給したときの駆動用ＴＦＴ１０８
のゲート・ソース間電位Ｖｇｄを用いている。この場合、上記図２７に示す電流書き込み
時のソース配線Ｓｊの電位が、駆動用ＴＦＴ１０８の閾値電圧・移動度条件により変化し
、有機ＥＬ素子１０９へ電流０．５μＡを供給するよう設定されるので、電源配線Ｖｓの
電位が一定（１６Ｖ）の条件では、有機ＥＬ素子１０９を流れる電流値が変化してしまう
。
【００３１】
　このように、駆動用ＴＦＴの閾値電圧・移動度のばらつきにより電流書き込み時のソー
ス・ドレイン間電圧Ｖｓｄがばらつき、結果として非選択時に有機ＥＬ素子を流れる電流
値がばらつく現象は、図２２に示した画素回路構成でも同様に生じる。このように、従来
の画素回路構成では、駆動用ＴＦＴの閾値電圧・移動度のばらつきにより非選択期間に有
機ＥＬ素子を流れる電流がばらつくといった問題がある。
【００３２】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、駆動用ＴＦＴ
の閾値電圧・移動度のばらつきによる、非選択期間の有機ＥＬ素子を流れる電流値ばらつ
きを抑えることができる表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００３３】
　本発明の第１の表示装置は、上記の課題を解決するために、電流駆動発光素子と、駆動
用トランジスタとを含む表示装置において、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電
流出力端子との間に接続される第１スイッチ用トランジスタと、上記駆動用トランジスタ
の電流制御端子に接続される第１コンデンサと、上記駆動用トランジスタの電流制御端子
に一方の端子である第１端子が接続され、もう一方の端子である第２端子は、駆動用トラ
ンジスタの電流出力端子との間に第２スイッチ用トランジスタを介して接続され、かつ所
定電圧線との間に第３スイッチ用トランジスタを介して接続されている第２コンデンサと
を備えていることを特徴としている。
【００３４】
　本発明の第２の表示装置は、上記の課題を解決するために、電流駆動発光素子と、駆動
用トランジスタとを含む表示装置において、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電
流入力端子との間に接続される第１スイッチ用トランジスタと、上記駆動用トランジスタ
の電流制御端子に接続される第１コンデンサと、上記駆動用トランジスタの電流制御端子
に一方の端子である第１端子が接続され、もう一方の端子である第２端子は、駆動用トラ
ンジスタの電流入力端子との間に第２スイッチ用トランジスタを介して接続され、かつ所
定電圧線との間に第３スイッチ用トランジスタを介して接続されている第２コンデンサと
を備えていることを特徴としている。
【００３５】
　また、上記表示装置においては、上記第１コンデンサ、第２コンデンサ、第１スイッチ
用トランジスタ、第２スイッチ用トランジスタ、および第３スイッチ用トランジスタから
なる構成を、各画素回路やソースドライバ回路毎に備えている構成とすることができる。
【００３６】
　また画素回路構成として用いる場合、上記表示装置においては、上記第１コンデンサ、
第２コンデンサ、第１スイッチ用トランジスタ、第２スイッチ用トランジスタ、および第
３スイッチ用トランジスタからなる構成は、一部が画素回路側、他の一部がソースドライ
ブ回路を含む画素回路の外側に配置される構成とすることができる。
【００３７】
　また、上記表示装置においては、画素回路側に、電流駆動発光素子、駆動用トランジス
タ、および第１コンデンサを配置し、ソースドライバを含む画素回路の外側に、第２コン
デンサ、第１スイッチ用トランジスタ、第２スイッチ用トランジスタ、および第３スイッ
チ用トランジスタを配置すると共に、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と、第２コ
ンデンサの第１端子とを接続する接続配線を備えている構成とすることができる。
【００３８】
　また、上記表示装置においては、画素回路側に、電流駆動発光素子、駆動用トランジス
タ、第１スイッチ用トランジスタ、第１コンデンサおよび第２コンデンサを配置し、ソー
スドライバを含む画素回路の外側に、第２スイッチ用トランジスタ、および第３スイッチ
用トランジスタを配置すると共に、上記駆動用トランジスタの電流出力端子と、第２コン
デンサの第２端子とを接続する接続配線を備えている構成とすることができる。
【００３９】
　また、上記表示装置においては、さらに、ＯＦＦ電位を供給するＯＦＦ電位線を備えて
おり、上記接続配線が、第４スイッチング用トランジスタを介してＯＦＦ電位線に接続さ
れている構成とすることができる。
【００４０】
　また、本発明の第１の駆動方法は、上記の課題を解決するために、電流駆動発光素子と
、該電流駆動発光素子の非選択期間における供給電流を制御する駆動用トランジスタとを
含む画素回路をマトリクス状に配してなる表示装置、またはマトリックス状にトランジス
タと電流光学素子を配置し、前記トランジスタの出力電流値を規定する駆動用トランジス
タをソースドライバ回路に配置してなる表示装置において、上記駆動用トランジスタの電
流制御端子に第１コンデンサの一方の端子である第１端子が接続されており、上記駆動用
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トランジスタの電流書き込み期間では、第１のコンデンサの第１端子に第２のコンデンサ
の一方の端子である第１端子が接続され、第１の期間において、第２コンデンサの他方端
子である第２端子を所定電圧線に接続し、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流
出力端子とを接続し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第１のコン
デンサおよび第２コンデンサに保持し、第２の期間において、上記駆動用トランジスタの
電流制御端子と電流出力端子との接続を遮断し、第２コンデンサの第２端子の接続を上記
所定電圧線との接続から上記駆動用トランジスタの電流出力端子との接続に切り替え、上
記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を修正し、この時の上記駆動用トランジスタの
電流制御端子電位を第１コンデンサに保持し、上記駆動用トランジスタの電流読みだし期
間では、上記第１コンデンサに保持された駆動用トランジスタの電流制御端子電位によっ
て、上記駆動用トランジスタの出力電流を制御することを特徴としている。
【００４１】
　また、本発明の第２の駆動方法は、上記の課題を解決するために、電流駆動発光素子と
、該電流駆動発光素子の非選択期間における供給電流を制御する駆動用トランジスタとを
含む画素回路をマトリクス状に配してなる表示装置、またはマトリックス状にトランジス
タと電流光学素子を配置し、前記トランジスタの出力電流値を規定する駆動用トランジス
タをソースドライバ回路に配置してなる表示装置において、上記駆動用トランジスタの電
流制御端子に第１コンデンサの一方の端子である第１端子が接続されており、上記駆動用
トランジスタの電流書き込み期間では、第１のコンデンサの第１端子に第２のコンデンサ
の一方の端子である第１端子が接続され、第１の期間において、第２コンデンサの他方端
子である第２端子を所定電圧線に接続し、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流
入力端子とを接続し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第１のコン
デンサおよび第２コンデンサに保持し、第２の期間において、上記駆動用トランジスタの
電流制御端子と電流入力端子との接続を遮断し、第２コンデンサの第２端子の接続を上記
所定電圧線との接続から上記駆動用トランジスタの電流入力端子との接続に切り替え、上
記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を修正し、この時の上記駆動用トランジスタの
電流制御端子電位を第１コンデンサに保持し、上記駆動用トランジスタの電流読み出し期
間では、上記第１コンデンサに保持された駆動用トランジスタの電流制御端子電位によっ
て、上記駆動用トランジスタの出力電流を制御することを特徴としている。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明の第１の表示装置は、以上のように、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と
電流出力端子との間に接続される第１スイッチ用トランジスタと、上記駆動用トランジス
タの電流制御端子に接続される第１コンデンサと、上記駆動用トランジスタの電流制御端
子に一方の端子である第１端子が接続され、もう一方の端子である第２端子は、駆動用ト
ランジスタの電流出力端子との間に第２スイッチ用トランジスタを介して接続され、かつ
所定電圧線との間に第３スイッチ用トランジスタを介して接続されている第２コンデンサ
とを備えている構成である。
【００４３】
　上記の構成を用いた画素回路構成及びソースドライバ回路構成によれば、前記回路の駆
動用トランジスタの出力電流設定期間中において、第１スイッチ用トランジスタをＯＮし
た状態で駆動用トランジスタへ所定の電流を流すことで、その駆動用トランジスタの閾値
電圧・移動度のバラツキに対応した電流制御端子電位（電位Ｖｘとする）が得られる。こ
の電流制御端子電位は第１コンデンサに保持される。
【００４４】
　またこのとき、第１のコンデンサの第１端子と第２のコンデンサの第１端子は接続され
ており、第２コンデンサの第２端子は、第２スイッチ用トランジスタをＯＦＦ、第３スイ
ッチ用トランジスタをＯＮとすることで、所定電圧線（上記所定電流を流す場合に対応し
た一定電位Ｖａとする）に接続され、該第２コンデンサには、電位Ｖａ－Ｖｘが保持され
る。以上を第１の期間とする。
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【００４５】
　次に、第２スイッチ用トランジスタをＯＮ、第３スイッチ用トランジスタをＯＦＦとす
ることで、第２コンデンサの第２端子を上記駆動用トランジスタの電流出力端子（ＴＦＴ
のドレイン端子またはソース端子）へ接続する。このとき、初期状態として駆動用トラン
ジスタの電流出力端子電位がＶａのとき、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位（
ＴＦＴのゲート端子）が上記電位Ｖｘとなる。
【００４６】
　その後、上記駆動用トランジスタへ所望の電流値を流すことで、上記駆動用トランジス
タの電流制御端子電位（ＴＦＴのゲート端子）が変化する。このときの電流制御端子電位
（ＴＦＴのゲート端子）は上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依ら
ず、上記駆動用トランジスタの電流入力端子－電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で上
記駆動用トランジスタの電流制御端子電位（ＴＦＴのゲート端子）が設定される。
【００４７】
　また、上記駆動用トランジスタを画素回路に配置する場合、この所定電流を電流駆動発
光素子へ印加したとき、電流駆動発光素子で発生する電位ドロップは等しいので、上記駆
動用トランジスタの電流入力端子－電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で所定の電流値
を出力するよう上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位（ＴＦＴのゲート端子）を設
定できる。
【００４８】
　このときの上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位は第１のコンデンサと第２のコ
ンデンサの接続を切り離す場合第１のコンデンサに、切り離さない場合第１および第２の
コンデンサに保持される。以上を第２の期間とする。
【００４９】
　その後、上記画素回路の非選択期間において、上記駆動用トランジスタの電流入力端子
－電流出力端子間電位は変化するが、その変化後の電位は上記駆動用トランジスタの閾値
電圧・移動度のバラツキに依らず一定なので、上記駆動用トランジスタの電流入力端子－
電流出力端子間を流れる電流値のバラツキを抑えることができるといった効果を奏する。
【００５０】
　本発明の第２の表示装置は、以上のように、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と
電流入力端子との間に接続される第１スイッチ用トランジスタと、上記駆動用トランジス
タの電流制御端子に接続される第１コンデンサと、上記駆動用トランジスタの電流制御端
子に一方の端子である第１端子が接続され、もう一方の端子である第２端子は、駆動用ト
ランジスタの電流入力端子との間に第２スイッチ用トランジスタを介して接続され、かつ
所定電圧線との間に第３スイッチ用トランジスタを介して接続されている第２コンデンサ
とを備えている構成である。
【００５１】
　上記の構成を用いた画素回路構成及びソースドライバ回路構成によれば、前記回路の駆
動用トランジスタの出力電流設定期間中において、第１スイッチ用トランジスタをＯＮし
た状態で駆動用トランジスタへ所定の電流を流すことで、その駆動用トランジスタの閾値
電圧・移動度のバラツキに対応した電流制御端子電位（電位Ｖｘとする）が得られる。こ
の電流制御端子電位は第１コンデンサに保持される。
【００５２】
　またこのとき、第１のコンデンサの第１端子と第２のコンデンサの第１端子とは接続さ
れており、第２コンデンサの第２端子は、第２スイッチ用トランジスタをＯＦＦ、第３ス
イッチ用トランジスタをＯＮとすることで、所定電圧線（上記所定電流を流す場合に対応
した一定電位Ｖａとする）に接続され、該第２コンデンサには、電位Ｖａ－Ｖｘが保持さ
れる。以上を第１の期間とする。
【００５３】
　次に、第２スイッチ用トランジスタをＯＮ、第３スイッチ用トランジスタをＯＦＦとす
ることで、第２コンデンサの第２端子を上記駆動用トランジスタの電流入力端子（ＴＦＴ
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のドレイン端子またはソース端子）へ接続する。このとき、初期状態として駆動用トラン
ジスタの電流入力端子電位がＶａのとき、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位（
ＴＦＴのゲート端子）が上記電位Ｖｘとなる。
【００５４】
　その後、上記駆動用トランジスタへ所望の電流値を流すことで、上記駆動用トランジス
タの電流制御端子電位（ＴＦＴのゲート端子）が変化する。このときの電流制御端子電位
（ＴＦＴのゲート端子）は上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依ら
ず、上記駆動用トランジスタの電流入力端子－電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で上
記駆動用トランジスタの電流制御端子電位（ＴＦＴのゲート端子）が設定される。
【００５５】
　また、上記駆動用トランジスタを画素回路に配置する場合、この所定電流を電流駆動発
光素子へ印加したとき、電流駆動発光素子で発生する電位ドロップは等しいので、上記駆
動用トランジスタの電流入力端子－電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で所定の電流値
を出力するよう上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位（ＴＦＴのゲート端子）を設
定できる。
【００５６】
　このときの上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位は第１のコンデンサと第２のコ
ンデンサの接続を切り離す場合第１のコンデンサに、切り離さない場合第１および第２の
コンデンサに保持される。以上を第２の期間とする。
【００５７】
　その後、上記画素回路の非選択期間において、上記駆動用トランジスタの電流入力端子
－電流出力端子間電位は変化するが、その変化後の電位は上記駆動用トランジスタの閾値
電圧・移動度のバラツキに依らず一定なので、上記駆動用トランジスタの電流入力端子－
電流出力端子間を流れる電流値のバラツキを抑えることができるといった効果を奏する。
【００５８】
　上記駆動回路構成は上記電流駆動発光素子を直接駆動する画素回路構成としても適用可
能であるが、画素回路に配置した駆動用トランジスタの出力電流を設定するソースドライ
バ回路構成としても有効である。
【００５９】
　ソースドライバ回路構成として用いる場合、上記表示装置において、上記第１コンデン
サ、第２コンデンサ、第１スイッチ用トランジスタ、第２スイッチ用トランジスタ、およ
び第３スイッチ用トランジスタからなる構成を、各ソースドライバ回路毎に備えている構
成とすることが有効である。
【００６０】
　特に上記ソースドライバ回路構成として用いる場合、画素回路に配置した電流駆動発光
素子の供給電流を制御するために別のトランジスタを備えることが好ましい。そして、そ
の画素回路のトランジスタの出力電流を上記ソースドライバ回路を構成する駆動用トラン
ジスタを用いて設定する。
【００６１】
　また画素回路構成として用いる場合でも、上記表示装置においては、上記第１コンデン
サ、第２コンデンサ、第１スイッチ用トランジスタ、第２スイッチ用トランジスタ、およ
び第３スイッチ用トランジスタからなる構成を、各画素回路毎に備えている構成とするこ
とができる。
【００６２】
　特に上記の画素回路構成によれば、上記第１コンデンサ、第２コンデンサ、第１スイッ
チ用トランジスタ、第２スイッチ用トランジスタ、および第３スイッチ用トランジスタか
らなる構成を、すべて画素回路側に備えることで、該画素回路を駆動するソースドライバ
回路は、従来と同構成のものを使用できるといった効果を奏する。
【００６３】
　また、第１のコンデンサと第２のコンデンサの間に発生する浮遊容量が小さくできるの
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で、駆動用トランジスタの電流書き込み時間を短くできるといった効果を奏する。
【００６４】
　また、上記表示装置においては、上記第１コンデンサ、第２コンデンサ、第１スイッチ
用トランジスタ、第２スイッチ用トランジスタ、および第３スイッチ用トランジスタから
なる構成は、一部が画素回路側、他の一部がソースドライブ回路を含む画素回路の外側に
配置される構成とすることができる。
【００６５】
　上記の構成によれば、上記第１コンデンサ、第２コンデンサ、第１スイッチ用トランジ
スタ、第２スイッチ用トランジスタ、および第３スイッチ用トランジスタからなる構成の
一部をソースドライバ回路を含む画素回路の外側に配置することで、これらすべてを画素
回路側に配置する場合と比べ、画素回路当たりに必要なコンデンサ及びトランジスタの数
の増加を抑制できる。このため、ボトムエミッション構成（ＴＦＴ素子を形成した透明基
板側に光を放出する構成）において従来に比べて電流駆動発光素子の単位面積当たりの発
光輝度を向上させる必要がなく、その輝度半減寿命の低下を回避できるといった効果を奏
する。また、トップエミッション構成（ＴＦＴ素子を形成した透明基板とは反対側に光を
放出する構成）において画素に配置する素子数が増えないので、従来技術と同様なサイズ
まで画素サイズを小さくできるといった効果を奏する。
【００６６】
　また、上記表示装置においては、画素回路側に、電流駆動発光素子、駆動用トランジス
タ、および第１コンデンサを配置し、ソースドライバを含む画素回路の外側に、第２コン
デンサ、第１スイッチ用トランジスタ、第２スイッチ用トランジスタ、および第３スイッ
チ用トランジスタを配置すると共に、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と、第２コ
ンデンサの第１端子とを接続する接続配線を備えている構成とすることができる。
【００６７】
　上記の構成によれば、上記第１コンデンサ、第２コンデンサ、第１スイッチ用トランジ
スタ、第２スイッチ用トランジスタ、および第３スイッチ用トランジスタからなる構成の
一部をソースドライバ回路を含む画素回路の外側に配置した表示装置の具体的構成を提供
することができる。
【００６８】
　ただし、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と第２コンデンサの第１端子とを接続
する接続配線には浮遊容量が載りやすい。そして、画素に配置したコンデンサと接続配線
の浮遊容量が合わさって第１のコンデンサの容量となる。
【００６９】
　このため、第２コンデンサの容量が小さいときは、第２端子電位を大きく変化させる必
要がある。しかし、第２コンデンサの第２端子電位が大きく変化させることは、駆動用ト
ランジスタのソース・ドレイン間電位が大きくばらつくことを意味するので好ましくなく
、第２コンデンサの容量を大きくする必要がある。この場合、駆動用トランジスタの電流
書き込み時間が長くなる。
【００７０】
　そこで、多少画素面積が狭くなり、従来に比べて電流駆動発光素子の単位面積当たりの
発光輝度を向上させる必要がある等の問題があるが、上記第２コンデンサと第１スイッチ
ング用トランジスタからなる回路を画素の直ぐ近くに配置して、複数の画素で共有する構
成が考えられる。
【００７１】
　例えば２つの画素当たりに１つ上記第２コンデンサと第１スイッチング用トランジスタ
からなる構成を配置すれば、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と、第２コンデンサ
の第１端子とを接続する接続配線が短くできる。
【００７２】
　その結果、上記接続配線の浮遊容量を抑えられるので、第２コンデンサの容量を小さく
しても駆動用トランジスタのソース・ドレイン間電位が大きくばらつかないので、駆動用
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トランジスタの電流書き込み時間を短くすることが可能となる。
【００７３】
　また、上記表示装置においては、画素回路側に、電流駆動発光素子、駆動用トランジス
タ、第１スイッチ用トランジスタ、第１コンデンサおよび第２コンデンサを配置し、ソー
スドライバを含む画素回路の外側に、第２スイッチ用トランジスタ、および第３スイッチ
用トランジスタを配置すると共に、上記駆動用トランジスタの電流出力端子と、第２コン
デンサの第２端子とを接続する接続配線を備えている構成とすることができる。
【００７４】
　上記の構成でも、上記第１コンデンサ、第２コンデンサ、第１スイッチ用トランジスタ
、第２スイッチ用トランジスタ、および第３スイッチ用トランジスタからなる構成の一部
をソースドライバ回路を含む画素回路の外側に配置した表示装置の具体的構成を提供する
ことができる。
【００７５】
　また、上記表示装置においては、さらに、ＯＦＦ電位を供給するＯＦＦ電位線を備えて
おり、上記接続配線が、第４スイッチング用トランジスタを介してＯＦＦ電位線に接続さ
れている構成とすることができる。
【００７６】
　上記の構成によれば、暗状態となる画素に対しては、上記駆動用トランジスタを充分に
ＯＦＦ状態とするＯＦＦ電位を、上記ＯＦＦ電位線から第４スイッチング用トランジスタ
および上記接続配線またはソース配線を通して駆動用トランジスタの電流制御端子に供給
できるので、暗状態の輝度を充分低くし、表示装置のコントラストを向上できるといった
効果を奏する。
【００７７】
　また、本発明の第１の駆動方法は、以上のように、上記駆動用トランジスタの電流制御
端子に第１コンデンサの一方の端子である第１端子が接続されており、上記駆動用トラン
ジスタの電流書き込み期間では、第１のコンデンサの第１端子に第２のコンデンサの一方
の端子である第１端子が接続され、第１の期間において、第２コンデンサの他方端子であ
る第２端子を所定電圧線に接続し、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端
子とを接続し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第１のコンデンサ
および第２コンデンサに保持し、第２の期間において、上記駆動用トランジスタの電流制
御端子と電流出力端子との接続を遮断し、第２コンデンサの第２端子の接続を上記所定電
圧線との接続から上記駆動用トランジスタの電流出力端子との接続に切り替え、上記駆動
用トランジスタの電流制御端子電位を修正し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制
御端子電位を第１コンデンサに保持し、上記駆動用トランジスタの電流読みだし期間では
、上記第１コンデンサに保持された駆動用トランジスタの電流制御端子電位によって、上
記駆動用トランジスタの出力電流を制御する構成である。
【００７８】
　上記の駆動方法によれば、画素回路及びソースドライバ回路の駆動用トランジスタの電
流書き込み期間中の第１の期間において、駆動用トランジスタへ所定の電流を流すことで
、その駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに対応した電流制御端子電位（
電位Ｖｘとする）が得られる。この電流制御端子電位は第１コンデンサおよび第２コンデ
ンサに保持される。またこのとき、第１のコンデンサの第１端子と第２のコンデンサの第
１端子は接続されており、第２コンデンサの第２端子は所定電圧線（上記所定電流を流す
場合に対応した一定電位Ｖａとする）に接続され、該第２コンデンサには、電位Ｖａ－Ｖ
ｘが保持される。
【００７９】
　次に、第２の期間において、第２コンデンサの第２端子を上記駆動用トランジスタの電
流出力端子（ＴＦＴのドレイン端子またはソース端子）へ接続する。このとき、駆動用ト
ランジスタの電流出力端子電位がＶａのとき、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電
位（ＴＦＴのゲート端子）が上記電位Ｖｘとなる。
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【００８０】
　その後、上記駆動用トランジスタへ所望の電流値を流すことで、上記駆動用トランジス
タの電流制御端子電位（ＴＦＴのゲート端子）が変化する。このときの電流制御端子電位
（ＴＦＴのゲート端子）は上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依ら
ず、上記駆動用トランジスタの電流入力端子－電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で上
記駆動用トランジスタの電流制御端子電位（ＴＦＴのゲート端子）が設定される。また、
この所定電流を電流駆動発光素子へ印加したとき、電流駆動発光素子で発生する電位ドロ
ップは等しいので、上記駆動用トランジスタの電流入力端子－電流出力端子間電位がほぼ
等しい状態で所定の電流値を出力するよう上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位（
ＴＦＴのゲート端子）を設定できる。
【００８１】
　このときの上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位は第１のコンデンサと第２のコ
ンデンサの接続を切り離す場合第１のコンデンサに、切り離さない場合第１および第２の
コンデンサに保持される。
【００８２】
　その後、上記駆動用トランジスタの電流読み出し期間において、上記駆動用トランジス
タの電流入力端子－電流出力端子間電位は変化するが、その変化後の電位は上記駆動用ト
ランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず一定なので、上記駆動用トランジスタ
の電流入力端子－電流出力端子間を流れる電流値のバラツキを抑えることができるといっ
た効果を奏する。
【００８３】
　また、本発明の第２の駆動方法は、以上のように、上記駆動用トランジスタの電流制御
端子に第１コンデンサの一方の端子である第１端子が接続されており、上記駆動用トラン
ジスタの電流書き込み期間では、第１のコンデンサの第１端子に第２のコンデンサの一方
の端子である第１端子が接続され、第１の期間において、第２コンデンサの他方端子であ
る第２端子を所定電圧線に接続し、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端
子とを接続し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第１のコンデンサ
および第２コンデンサに保持し、第２の期間において、上記駆動用トランジスタの電流制
御端子と電流入力端子との接続を遮断し、第２コンデンサの第２端子の接続を上記所定電
圧線との接続から上記駆動用トランジスタの電流入力端子との接続に切り替え、上記駆動
用トランジスタの電流制御端子電位を修正し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制
御端子電位を第１コンデンサに保持し、上記駆動用トランジスタの電流読み出し期間では
、上記第１コンデンサに保持された駆動用トランジスタの電流制御端子電位によって、上
記駆動用トランジスタの出力電流を制御する構成である。
【００８４】
　上記の駆動方法によれば、画素回路及びソースドライバ回路の駆動用トランジスタの電
流書き込み期間中の第１の期間において、駆動用トランジスタへ所定の電流を流すことで
、その駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに対応した電流制御端子電位（
電位Ｖｘとする）が得られる。この電流制御端子電位は第１コンデンサおよび第２コンデ
ンサに保持される。またこのとき、第１のコンデンサの第１端子と第２のコンデンサの第
１端子は接続されており、第２コンデンサの第２端子は所定電圧線（上記所定電流を流す
場合に対応した一定電位Ｖａとする）に接続され、該第２コンデンサには、電位Ｖａ－Ｖ
ｘが保持される。
【００８５】
　次に、第２の期間において、第２コンデンサの第２端子を上記駆動用トランジスタの電
流入力端子（ＴＦＴのドレイン端子またはソース端子）へ接続する。このとき、駆動用ト
ランジスタの電流入出力端子電位がＶａのとき、上記駆動用トランジスタの電流制御端子
電位（ＴＦＴのゲート端子）が上記電位Ｖｘとなる。
【００８６】
　その後、上記駆動用トランジスタへ所望の電流値を流すことで、上記駆動用トランジス
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タの電流制御端子電位（ＴＦＴのゲート端子）が変化する。このときの電流制御端子電位
（ＴＦＴのゲート端子）は上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依ら
ず、上記駆動用トランジスタの電流入力端子－電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で上
記駆動用トランジスタの電流制御端子電位（ＴＦＴのゲート端子）が設定される。
【００８７】
　また、上記駆動用トランジスタを画素回路に配置する場合、この所定電流を電流駆動発
光素子へ印加したとき、電流駆動発光素子で発生する電位ドロップは等しいので、上記駆
動用トランジスタの電流入力端子－電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で所定の電流値
を出力するよう上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位（ＴＦＴのゲート端子）を設
定できる。
【００８８】
　このときの上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位は第１のコンデンサと第２のコ
ンデンサの接続を切り離す場合第１のコンデンサに、切り離さない場合第１および第２の
コンデンサに保持される。
【００８９】
　その後、上記画素回路の非選択期間において、上記駆動用トランジスタの電流入力端子
－電流出力端子間電位は変化するが、その変化後の電位は上記駆動用トランジスタの閾値
電圧・移動度のバラツキに依らず一定なので、上記駆動用トランジスタの電流入力端子－
電流出力端子間を流れる電流値のバラツキを抑えることができるといった効果を奏する。
【００９０】
　このように本発明の第１と第２の駆動方法は、画素回路を構成する駆動用トランジスタ
の電流書き込み時と読み出し時の電流値の違いを小さくすることに役立つ。また、ソース
ドライバ回路を構成する駆動用トランジスタの電流書き込み時と読み出し時の電流値の違
いを小さくすることにも役立つ。
【００９１】
　後者の場合、マトリックス状にトランジスタ（上記駆動用トランジスタとは別の、各画
素回路に電流駆動発光素子に供給電流を制御するトランジスタ）と電流駆動発光素子を配
置し、前記トランジスタの出力電流値を上記駆動用トランジスタの電流にて書き込むこと
とで、前記電流駆動発光素子の表示を均一にできる。
【００９２】
　更に、本発明の第１と第２の駆動方法では、第２の期間において、第２コンデンサの第
２端子電位が上記Ｖａのとき、電流制御端子電位（ＴＦＴのゲート端子）が上記電位Ｖｘ
となるため、予め第２の期間で第２コンデンサの第２端子を上記所定電圧線に接続したま
まとし、その後、第２コンデンサの第２端子を上記所定電圧線との接続を切り離すことが
好ましい。このことにより、第２の期間に第２コンデンサの第２端子が最終電位となるま
での時間を短くでき、より多くのゲート配線を駆動でき、より多くの画素を表示できる。
【００９３】
　即ち、その最終電位は上記所定電圧線の電位Ｖａに近い電位となるため、予め第２コン
デンサの第２端子電位を電位Ｖａとしておいた方が、最終電位となるまでの時間を短くで
きる。
【００９４】
　このような本発明の駆動方法の好ましき駆動例は、第１の駆動方法への適用時において
は、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子との接続を遮断した後、第２
コンデンサの第２端子を上記所定電圧配線と接続したまま上記駆動用トランジスタの電流
出力端子と接続し、その電位を所定電圧配線の電位Ｖａとしてから、第２コンデンサの第
２端子の接続を上記所定電圧線から切り離す駆動方法となる。
【００９５】
　また、第２の駆動方法への適用時においては、上記駆動用トランジスタの電流制御端子
と電流入力端子との接続を遮断した後、第２コンデンサの第２端子を上記所定電圧配線と
接続したまま上記駆動用トランジスタの電流入力端子と接続し、その電位を所定電圧配線
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の電位Ｖａとしてから、第２コンデンサの第２端子の接続を上記所定電圧線から切り離す
駆動方法となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００９６】
　本発明の実施の形態について図１ないし図２１、および図３１ないし図４５に基づいて
説明すれば、以下の通りである。
【００９７】
　本発明に用いられるスイッチング素子は低温ポリシリコンＴＦＴやＣＧ（Continuous G
rain）シリコンＴＦＴなどで構成できるが、本実施の形態ではＣＧシリコンＴＦＴを用い
ることとする。
【００９８】
　ここで、ＣＧシリコンＴＦＴの構成は、例えば“4.0-in. TFT-OLED Displays and a No
vel Digital Driving Method”（SID'00 Digest、pp.924-927、半導体エネルギー研究所
）に発表されており、ＣＧシリコンＴＦＴの製造プロセスは、例えば“Continuous Grain
 Silicon Technology and Its Applications for Active Matrix Display”（AM-LCD 200
0 、pp.25-28、半導体エネルギー研究所）に発表されている。すなわち、ＣＧシリコンＴ
ＦＴの構成およびその製造プロセスは何れも公知であるため、ここではその詳細な説明は
省略する。
【００９９】
　また、本実施の形態で用いる電気光学素子である有機ＥＬ素子についても、その構成は
、例えば“Polymer Light-Emitting Diodes for use in Flat panel Display”（AM-LCD 
'01、pp.211-214、半導体エネルギー研究所）に発表されており公知であるため、ここで
はその詳細な説明は省略する。
【０１００】
　〔実施の形態１〕
　本実施の形態１では、本発明に係る第１の特徴的構成を画素回路において適用した場合
について説明する。
【０１０１】
　本実施の形態１に係る表示装置は、図１に示すように、その各画素回路Ａｉｊにおいて
、電源配線Ｖｓと共通配線Ｖｃｏｍとの間に駆動用トランジスタである駆動用ＴＦＴ１と
電気光学素子である有機ＥＬ素子（電流駆動発光素子）６とを直列に配置している。駆動
用ＴＦＴ１は、有機ＥＬ素子６への供給電流を制御する。
【０１０２】
　駆動用ＴＦＴ１のゲート端子（電流制御端子）は、第１のスイッチ用トランジスタであ
るスイッチ用ＴＦＴ３を介してソース配線Ｓｊと接続されている。駆動用ＴＦＴ１のゲー
ト端子（電流制御端子）には、第１コンデンサ２および第２コンデンサ７の一方の端子が
接続されている。第１コンデンサ２のもう一方の端子は、駆動用ＴＦＴ１のソース端子（
電流入力端子）および電源配線Ｖｓへ接続されている。第２コンデンサ７のもう一方の端
子は、第３のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ８を介して所定電圧線Ｖａ
に接続され、第２のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ９を介してソース配
線Ｓｊに接続されている。尚、以下の説明では、第１コンデンサ２および第２コンデンサ
７において、駆動用ＴＦＴ１のゲートと接続される側の端子を第１端子、第１端子と反対
側の端子を第２端子とする。
【０１０３】
　スイッチ用ＴＦＴ３およびスイッチ用ＴＦＴ８のゲート端子は制御配線Ｃｉに接続され
ており、スイッチ用ＴＦＴ９のゲート端子は制御配線Ｇｉに接続されている。
【０１０４】
　駆動用ＴＦＴ１のドレイン端子（電流出力端子）と有機ＥＬ素子６の陽極との間にはス
イッチ用ＴＦＴ４が配置されており、該スイッチ用ＴＦＴ４のゲート端子は制御配線Ｒｉ
に接続されている。駆動用ＴＦＴ１とスイッチ用ＴＦＴ４との間の接続点は、スイッチ用
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ＴＦＴ５を介してソース配線Ｓｊと接続されており、該スイッチ用ＴＦＴ５のゲート端子
は制御配線Ｗｉに接続されている。
【０１０５】
　これら制御配線Ｃｉ，Ｇｉ，Ｗｉのうち何れを第２の配線（ゲート配線）としても良い
し、これらスイッチ用ＴＦＴ３，９，５のうち何れを選択用ＴＦＴとしても良い。尚、本
実施の形態では制御配線Ｇｉをゲート配線Ｇｉと表記することがある。
【０１０６】
　この回路構成では、駆動用ＴＦＴ１のゲート端子は、スイッチ用ＴＦＴ３、ソース配線
Ｓｊおよびスイッチ用ＴＦＴ５を介して駆動用ＴＦＴ１のドレイン端子へ接続される。ま
た、第２コンデンサ７の第２端子は、スイッチ用ＴＦＴ９、ソース配線Ｓｊおよびスイッ
チ用ＴＦＴ５を介して駆動用ＴＦＴ１のドレイン端子へ接続される。
【０１０７】
　上記のように本発明の手段では、第１のスイッチ用ＴＦＴであるスイッチ用ＴＦＴ３は
直接駆動用ＴＦＴの電流制御端子と電流出力端子間を接続する場合だけでなく、ソース配
線Ｓｊ、スイッチ用ＴＦＴ５を通して間接的に接続する場合も含む。
【０１０８】
　また、第２のスイッチ用ＴＦＴであるスイッチ用ＴＦＴ９も直接第２のコンデンサの第
２端子と駆動用ＴＦＴの電流出力端子間を接続する場合だけでなく、上記のようにソース
配線Ｓｊ、スイッチ用ＴＦＴ５を通して間接的に接続する場合も含む。
【０１０９】
　上記表示装置の画素回路Ａｉｊにおける動作を、制御配線Ｒｉ，Ｗｉ，Ｃｉ，Ｇｉおよ
びソース配線Ｓｊの動作タイミングを示す図２を参照して以下に説明する。
【０１１０】
　本実施の形態１に係る駆動方法（本発明の第１の駆動方法）では、選択期間（すなわち
、駆動用トランジスタの電流書き込み期間）である時間０～５ｔ１の間に、制御配線Ｒｉ
の電位をＨｉｇｈ（ＧＨ）としてスイッチ用ＴＦＴ４をＯＦＦ状態とし、制御配線Ｗｉの
電位をＬｏｗ（ＧＬ）としてスイッチ用ＴＦＴ５をＯＮ状態とする。
【０１１１】
　そして、第１の期間（時間ｔ１～２ｔ１）において、制御配線Ｃｉの電位をＨｉｇｈと
して、スイッチ用ＴＦＴ３・８をＯＮ状態とする。この結果、駆動用ＴＦＴ１のゲート端
子（電流制御端子）とドレイン端子（電流出力端子）とはスイッチ用ＴＦＴ３・５を通じ
て接続される。また、第２コンデンサ７における第２端子は、スイッチ用ＴＦＴ８を通じ
て所定電圧線Ｖａへ接続される。そしてこのとき、電源配線Ｖｓから駆動用ＴＦＴ１、ス
イッチ用ＴＦＴ５、ソース配線Ｓｊを通じて、図示しないソースドライバ回路へ向けて一
定電流が流される。
【０１１２】
　なお、上記第１の期間は時間０から始めても構わないので、図２ではそのことを破線を
用いて示す。
【０１１３】
　その後（時間２ｔ１以降）、制御配線Ｃｉの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ３・
８をＯＦＦ状態とする。これはスイッチＴＦＴ３とスイッチＴＦＴ９が同時にＯＮ状態と
ならないようにするためであり、実際に必要な期間はｔ１より短い。このとき、上記第１
の期間で設定されたソース配線Ｓｊの電位は、第１コンデンサ２および第２コンデンサ７
を用いて保持される。
【０１１４】
　次に、第２の期間（時間３ｔ１～４ｔ１）において、制御配線Ｇｉの電位をＨｉｇｈと
して、スイッチ用ＴＦＴ９をＯＮ状態とする。この結果、第２コンデンサ７の第２端子は
、駆動用ＴＦＴ１のドレイン端子とスイッチ用ＴＦＴ９・５を通じて接続される。そして
このとき、電源配線Ｖｓから駆動用ＴＦＴ１、スイッチ用ＴＦＴ５、ソース配線Ｓｊを通
じて図示しないソースドライバ回路へ所望の電流が流れる。
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【０１１５】
　上記第２の期間で設定された駆動用ＴＦＴ１のソース・ゲート間電位は、その後（時間
４ｔ１以降）、制御配線Ｇｉの電位をＬｏｗとしスイッチ用ＴＦＴ９をＯＦＦ状態とする
ことで、第１コンデンサ２および第２コンデンサ７に保持される。なお、この後制御配線
ＲｉがＬｏｗとなり、制御配線ＷｉがＨｉｇｈとなるまでの時間４ｔ１～５ｔ１は、スイ
ッチ用ＴＦＴ９が確実にＯＦＦ状態となってから、選択期間を終えるためであり、そのた
めに必要な時間はｔ１より短くて良い。
【０１１６】
　以上でこの画素回路Ａｉｊの選択期間が終わり、次の画素回路Ａ（ｉ＋１）ｊの選択期
間になるが、上記画素回路Ａｉｊにおける駆動用ＴＦＴ１のソース・ゲート間電位Ｖｓｇ
、ソース・ドレイン間電位Ｖｓｄの変化をシミュレーションした結果を図３に示す。尚、
図３において示しているソース・ドレイン間電位Ｖｓｄ（１）～Ｖｓｄ（５）、およびソ
ース・ゲート間電位Ｖｓｇ（１）～Ｖｓｇ（５）のそれぞれは、駆動用ＴＦＴ１の閾値電
圧・移動度の特性が以下の表１に示す条件に相当する。
【０１１７】
【表１】

【０１１８】
　図３では、時間４６０～４７０μｓが上記第１の期間に相当する。図３から判る通り、
この期間では駆動用ＴＦＴ１のソース・ドレイン間電位Ｖｓｄ（１）～（５）とソース・
ゲート間電位Ｖｓｇ（１）～（５）とは一致している。
【０１１９】
　また、図３では、時間４８０～４９０μｓが上記第２の期間に相当する。図３から判る
通り、この期間では駆動用ＴＦＴ１の閾値電圧・移動度の条件の違いに関わらず、ソース
・ドレイン間電位Ｖｓｄはほぼ同じ値となっている。
【０１２０】
　これは、先の第１期間において、第２コンデンサ７の第２端子を一定電位Ｖａに接続し
、その後、この第２端子を駆動用ＴＦＴ１のドレイン端子に接続することで、駆動用ＴＦ
Ｔ１のソース・ドレイン間電位がＶｓ－Ｖａのとき、ソース・ゲート間電位が上記図１２
の第１期間のソース・ゲート間電位となるよう第１及び第２コンデンサへ電荷が貯められ
たためである。
【０１２１】
　このことにより、駆動用ＴＦＴ１の閾値電圧・移動度のばらつきに依らず、駆動用ＴＦ
Ｔ１のソース・ドレイン間電位が上記電位Ｖｓ－Ｖａのとき、駆動用ＴＦＴ１のソース・
ゲート間電位が上記第１期間のソース・ゲート間電位となるよう設定できる。この状態で
電源配線Ｖｓから駆動用ＴＦＴ１、スイッチ用ＴＦＴ５、ソース配線Ｓｊを通して図示し
ないソースドライバ回路へ所望の電流を流す。このことにより、このとき発生するソース
・ゲート間電位Ｖｓｇは、駆動用ＴＦＴの閾値電圧・移動度のばらつきに依らず、駆動用
ＴＦＴ１のソース・ドレイン間電位が一定であれば、駆動用ＴＦＴ１から概ね一定の電流
を流すよう設定される。
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【０１２２】
　その後、図３に示すように、非選択期間（すなわち、駆動用トランジスタの電流読みだ
し：概ね時間５００μｓ以降）において、駆動用ＴＦＴ１のソース・ドレイン間電位は変
化する。しかし、この駆動用ＴＦＴ１の負荷である有機ＥＬ素子６はダイオード的特性を
示すので、多少の電流値の違いがあっても電位ドロップは概ね一定となる。このため、駆
動用ＴＦＴ１のドレイン端子電位は駆動用ＴＦＴ１の閾値電圧・移動度のばらつきに依ら
ず概ね一定となり、駆動用ＴＦＴ１のソース・ドレイン間電圧はほぼ一定となる。この結
果、駆動用ＴＦＴ１の閾値電圧・移動度に依らず、有機ＥＬ素子６を流れる電流値のばら
つきが抑えられる。
【０１２３】
　なお、上記一定電位Ｖａを上記有機ＥＬ素子６の印加電圧－電流特性から予想される電
位（その電流値における有機ＥＬの陽極電位）とすることで、上記駆動用ＴＦＴ１の電流
書き込み時と読み出し時のソース・ドレイン間電圧をほぼ等しくできるので好ましい。
【０１２４】
　この有機ＥＬ素子６を流れる電流値をシミュレーションで求めた結果を図４および図５
に示す。
【０１２５】
　図４におけるシミュレーションでは、０．３２ｍｓ毎に選択期間が来るよう設定し、最
初の時間０．３５ｍｓ～０．６７ｍｓの間でソース配線Ｓｊへ電流値０．１μＡが流れる
よう設定した。それ以降は、時間０．３２ｍｓ毎に、ソース配線Ｓｊへ流れる電流値を０
．１μＡ刻みで０．９μＡまで増加させ、その後０に戻し、再度０．１μＡ刻みで増加さ
せている。
【０１２６】
　このシミュレーションにおいて、ソース配線Ｓｊに流した電流値（０～０．９μＡ迄の
１０点）を横軸にし、これらの各電流値を与えた後の非選択期間における有機ＥＬ素子６
へ流れる電流値を縦軸として、そのばらつきを示したのが図５である。図５において、ソ
ース配線Ｓｊへ０．９μＡの電流を流した後の非選択期間では、有機ＥＬ素子を流れる電
流値は約０．９７～１．０１μＡ（＋８％～＋１３％）の範囲でばらついている。
【０１２７】
　これは、図２６に示した従来技術でのシミュレーション結果（＋５％～＋２４％のばら
つき、即ち幅１９％のばらつき）に比べ充分小さくなっており、本発明の手段が有効（＋
８％～＋１３％のばらつき、即ち幅５％のばらつき）であることを証明している。
【０１２８】
　なお、本発明に係る画素回路構成において、上記ばらつきを更に抑えるには、第１およ
び第２コンデンサ２，７の絶対容量およびその相対比、一定電位Ｖａの値、駆動用ＴＦＴ
１のゲート幅等を最適化することが有効である。
【０１２９】
　例えば、第２コンデンサ７の容量Ｃ２と第１コンデンサ２の容量Ｃ１との比Ｃ２／Ｃ１
は、その比が大きいほど、第２の期間で起こるソース・ゲート間電位Ｖｓｇの変化を得る
ために必要なソース・ドレイン間電位のばらつきを抑えることができる。この場合、駆動
用ＴＦＴ１の閾値電圧・移動度に依るソース・ドレイン間電位のばらつきを抑え、非選択
期間に有機ＥＬ素子６に流れる電流値のばらつきを抑えるので好ましい。
【０１３０】
　但し、各コンデンサの容量の絶対値を小さくしすぎると、各コンデンサに保持される電
位が、そのコンデンサに繋がるスイッチ用ＴＦＴ３，８，９のゲート端子電位の変化の影
響を受け、その結果、非選択期間に有機ＥＬ素子６に流れる電流値をばらつかせるので好
ましくない。
【０１３１】
　また、第１の期間に与える一定電位Ｖａの値は、電源配線Ｖｓとの電位差Ｖｓ－Ｖａが
、非選択時に想定されるソース・ドレイン間電位Ｖｓｄよりやや大きめに設定するかほぼ
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同じに設定されることが好ましい。但し、電位差Ｖｓ－Ｖａの設定が余りに大きすぎる場
合、電流書き込み時と非選択時とのソース・ドレイン間電位Ｖｓｄの変化が大きくなりす
ぎ、ソース配線Ｓｊから供給した電流値に比べ、実際に有機ＥＬ素子６に流れる電流値が
小さくなり過ぎるので好ましくない。
【０１３２】
　また、駆動用ＴＦＴ１のゲート幅Ｗについては、大きすぎると駆動用ＴＦＴ１のソース
・ゲート間電位が小さくなりすぎて、ゲート電位の変動が非選択期間に有機ＥＬ素子６に
流れる電流値をばらつかせるため好ましくない。また、上記ゲート幅Ｗは、小さすぎても
必要な電流を得るのに必要なソース・ドレイン間電位が大きくなり過ぎるため好ましくな
い。
【０１３３】
　本実施の形態１で用いた有機ＥＬ素子に対しては、図１に示す画素回路Ａｉｊにおいて
、Ｃ１＝１０００ｆＦ、Ｃ２＝５００ｆＦ、Ｖｓ＝１６Ｖ、Ｖａ＝１０Ｖ、Ｗ＝１２μｍ
のとき、有機ＥＬを流れる電流値のばらつきが最も少なくなり（１％程度）好適であった
。
【０１３４】
　なお、これら第１および第２コンデンサ２，７の絶対容量Ｃ１，Ｃ２およびその相対比
、一定電位Ｖａの値、駆動用ＴＦＴ１のゲート幅Ｗは駆動すべき有機ＥＬ素子の特性、必
要な輝度、用いる駆動用ＴＦＴ１の特性に依存するので、実際にパネルを設計するときに
、改めてシミュレーションを重ねた上で決定する必要がある。
【０１３５】
　なお、図１の画素回路構成では、駆動用ＴＦＴ１のゲート端子とドレイン端子とを接続
するためにスイッチング用ＴＦＴ３をソース配線Ｓｊへ接続したが、直接駆動用ＴＦＴ１
のドレイン端子へ接続しても良い。これは、第２コンデンサ７の第２端子を駆動用ＴＦＴ
１のドレイン端子へ接続するためのスイッチング用ＴＦＴ９についても同様であり、スイ
ッチング用ＴＦＴ３，９は、直接駆動用ＴＦＴ１のドレイン端子へ接続しても良い。
【０１３６】
　また、有機ＥＬ素子を駆動用ＴＦＴのソース側に配置することもできる。このとき、図
６に示すように、駆動用ＴＦＴ１’はｎ型ＴＦＴとなり、有機ＥＬ素子６’の陰極が駆動
用ＴＦＴ１’のソース端子側に繋がる。また、上記図６に示す構成では、スイッチ用ＴＦ
Ｔ４’およびスイッチ用ＴＦＴ５’が共にｎ型ＴＦＴとして形成されている点が図１に示
す画素回路構成と異なっている。
【０１３７】
　また、スイッチ用ＴＦＴ３は駆動用ＴＦＴ１’のドレイン端子へ接続されている。スイ
ッチ用ＴＦＴ９も同様である。
【０１３８】
　図６に示す画素回路構成について、その他の配線、動作は図１と同様なので、図１と同
様の構成については同一の部材番号を付し、ここではその説明を省略する。
【０１３９】
　〔実施の形態２〕
　本実施の形態２では、本発明に係る第１の特徴的構成を画素回路およびソースドライバ
回路において適用した場合の第１の例について説明する。
【０１４０】
　本実施の形態２に係る表示装置は、本発明の特徴的構成部分を、画素回路とソースドラ
イバ回路とに分割して配置した構成である。このため、上記表示装置は、図７に示すよう
に、第１の配線であるソース配線Ｓｊ（ｊ＝１～ｍの整数）と第２の配線であるゲート配
線Ｇｉ（ｉ＝１～ｎの整数）とが交差する領域に画素回路Ａｉｊを配置し、ソース配線Ｓ
ｊにソースドライバ回路５０を接続し、ゲート配線Ｇｉにゲートドライバ回路５１を接続
した構成となっている。
【０１４１】
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　上記表示装置において、本発明の特徴的構成を含む画素回路Ａｉｊとソースドライバ回
路５０の出力段であるソースドライバ出力端回路Ｄｊとの構成を図８に示す。
【０１４２】
　本実施の形態２に係る表示装置では、上記図８に示すように、ソース配線Ｓｊとゲート
配線Ｇｉが交差する領域に画素回路Ａｉｊが配置され、各画素回路Ａｉｊには、アクティ
ブ素子である駆動用ＴＦＴ１１と電気光学素子である有機ＥＬ素子１６と第１コンデンサ
１２が配置されている。この駆動用ＴＦＴ１１と有機ＥＬ素子１６とは、電源配線Ｖｓと
共通配線Ｖｃｏｍの間に直列に配置されている。
【０１４３】
　そして、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子（電流制御端子）には第１コンデンサ１２の一
方の端子（第１端子とする）が接続され、第１コンデンサ１２のもう一方の端子（第２端
子とする）は駆動用ＴＦＴ１１のソース端子（電流入力端子）および電源配線Ｖｓへ接続
されている。
【０１４４】
　また、この画素回路構成では、ソース配線Ｓｊに平行に第３の配線である信号線Ｔｊが
配置され、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子はスイッチ用ＴＦＴ１５を介して信号線Ｔｊに
接続している。
【０１４５】
　さらに、駆動用ＴＦＴ１１のドレイン端子（電流出力端子）と有機ＥＬ素子１６の陽極
との間にはスイッチ用ＴＦＴ１３が配置されており、駆動用ＴＦＴ１１とスイッチ用ＴＦ
Ｔ１３との間の接続点は、スイッチ用ＴＦＴ１４を介してソース配線Ｓｊと接続されてい
る。
【０１４６】
　この画素回路Ａｉｊを構成するスイッチ用ＴＦＴ１５，１４，１３のゲート端子には各
々制御配線Ｇｉ，Ｗｉ，Ｒｉが接続されている。
【０１４７】
　ソースドライバ回路５０では、複数の画素回路Ａ１ｊ～Ａｎｊに対応して１つの出力端
回路Ｄｊが配置されている。この出力端回路Ｄｊは、図８に示すように、信号線Ｔｊに第
２コンデンサ２５の一方の端子（第１端子とする）が接続され、更に信号線Ｔｊとソース
配線Ｓｊとの間に第１のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ２２が配置され
ている。また、第２コンデンサ２５のもう一方の端子（第２端子とする）と所定電圧線Ｖ
ａの間には第３のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ２３が配置され、第２
コンデンサ２５の第２端子とソース配線Ｓｊとの間には第２のスイッチ用トランジスタで
あるスイッチ用ＴＦＴ２４が配置されている。さらに、信号線ＴｊとＯＦＦ電位線Ｖｏｆ
ｆとの間には第４のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ２１が配置されてい
る。
【０１４８】
　上記出力端回路Ｄｊにおいて、スイッチ用ＴＦＴ２１のゲート端子には制御配線Ｅｊが
接続され、スイッチ用ＴＦＴ２２，２３のゲート端子には制御配線Ｃｊが接続され、スイ
ッチ用ＴＦＴ２４のゲート端子には制御配線Ｂｊが接続されている。
【０１４９】
　上記表示装置の画素回路Ａｉｊおよび出力端回路Ｄｊにおける動作を、制御配線Ｒｉ，
Ｗｉ，Ｇｉ，Ｃｊ，Ｅｊ，Ｂｊおよびソース配線Ｓｊの動作タイミングを示す図９を参照
して以下に説明する。
【０１５０】
　本実施の形態２に係る駆動方法（本発明の第１の駆動方法）では、画素回路Ａｉｊの選
択期間である時間０～５ｔ１の間に、制御配線Ｒｉの電位をＨｉｇｈ（ＧＨ）としてスイ
ッチ用ＴＦＴ１３をＯＦＦ状態とし、制御配線Ｗｉの電位をＬｏｗ（ＧＬ）としてスイッ
チ用ＴＦＴ１４をＯＮ状態とする。
【０１５１】
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　画素回路Ａｉｊでは、第１の期間（時間ｔ１～２ｔ１）において、制御配線Ｇｉの電位
をＨｉｇｈとしてスイッチＴＦＴ１５をＯＮ状態とし、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子を
信号線Ｔｊと電気的に接続させる。これにより、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子に第１コ
ンデンサ１２および第２コンデンサ２５が接続された状態を作る。
【０１５２】
　これと前後し、出力端回路Ｄｊでは、制御配線Ｃｊの電位をＨｉｇｈとして、スイッチ
用ＴＦＴ２２，２３をＯＮ状態とする。この結果、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子とドレ
イン端子とが、スイッチ用ＴＦＴ１５，２２，１４を通じて電気的に接続される。また、
第２コンデンサ２５の第２端子は、スイッチ用ＴＦＴ２３を通じて所定電圧線Ｖａへ接続
される。このとき、電源配線Ｖｓから駆動用ＴＦＴ１１，スイッチ用ＴＦＴ１４，ソース
配線Ｓｊを通して電流出力端Ｉｊより一定電流が流れる。
【０１５３】
　その後、このときのソース配線Ｓｊの電位を第１コンデンサ１２および第２コンデンサ
２５を用いて保持するために、制御配線Ｃｊの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ２２
，２３をＯＦＦ状態とする。
【０１５４】
　このとき、第１コンデンサ１２および第２コンデンサ２５により、駆動用ＴＦＴ１１の
ゲートでは、該駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度に依らず、第２コンデンサ２５の第
２端子電位がＶａのとき、先の一定電流（上記第１の期間で駆動用ＴＦＴ１１のソース・
ドレイン間に流れた電流）が流れるような電位が保持される。
【０１５５】
　次に、第２の期間（時間３ｔ１～４ｔ１）では、制御配線Ｂｊの電位をＨｉｇｈとして
、スイッチ用ＴＦＴ２４をＯＮ状態とする。この結果、第２コンデンサ２５の第２端子は
、スイッチ用ＴＦＴ２４，１４を通じて駆動用ＴＦＴ１１のドレイン端子と接続される。
このとき、電源配線Ｖｓから駆動用ＴＦＴ１１，スイッチ用ＴＦＴ１４，ソース配線Ｓｊ
を通じて電流出力端Ｉｊより所望の電流が流される。
【０１５６】
　これにより、上記第２の期間では、駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度に依らず、駆
動用ＴＦＴ１１のソース・ドレイン間電位が上記電位Ｖｓ－Ｖａのとき、駆動用ＴＦＴ１
１に上記電流を流すよう設定される。そして、駆動用ＴＦＴ１１へ所望の電流を流すこと
で、駆動用ＴＦＴ１１のソース・ドレイン間電位が概ね一定の条件で駆動用ＴＦＴのゲー
ト・ソース間電位を設定できる。
【０１５７】
　この第２の期間での駆動用ＴＦＴ１１のソース・ゲート間電位は、その後、時間４ｔ１
で、制御配線Ｇｉの電位をＬｏｗとし、スイッチ用ＴＦＴ１５をＯＦＦ状態とすることで
、第１コンデンサ１２に保持される。
【０１５８】
　その後、時間５ｔ１で、制御配線Ｂｊの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ２４をＯ
ＦＦ状態とすることで第２コンデンサ２５とソース配線Ｓｊとの電気的接続を遮断し、制
御配線Ｗｉの電位をＨｉｇｈとしてスイッチ用ＴＦＴ１４をＯＦＦ状態とすることで駆動
用ＴＦＴ１１のドレイン端子とソース配線Ｓｊとの電気的接続を遮断する。さらに、制御
配線Ｒｉの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ１３をＯＮ状態として駆動用ＴＦＴ１１
から有機ＥＬ素子１６へ電流を流す状態とする。
【０１５９】
　以上で、画素回路Ａｉｊの選択期間が終わり、次の画素回路Ａ（ｉ＋１）ｊの選択期間
になる。
【０１６０】
　上記図８に示す画素回路構成およびソースドライバ回路の出力端回路構成を用いて、有
機ＥＬ素子１６を流れる電流値をシミュレーションで求めた結果を図１０に示す。
【０１６１】
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　図１０におけるシミュレーションでは、０．５５ｍｓ毎に選択期間が来るよう設定し、
最初の時間０．０６ｍｓ～０．６１ｍｓの間でソース配線Ｓｊへ電流値０．１μＡが流れ
るよう設定した。それ以降は、時間０．５５ｍｓ毎に、ソース配線Ｓｊへ流れる電流値を
０．１μＡ刻みで０．９μＡまで増加させ、その後０に戻し、再度０．１μＡ刻みで増加
させている。
【０１６２】
　上記図１０と実施の形態１で示した図４とを比較すれば判る通り、本実施の形態２のよ
うに本発明の特徴的構成の一部をソースドライバ回路に配置した構成でも、総てを画素回
路に配置した実施の形態１の構成と同様に、駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度のばら
つきの影響を弱め、非選択期間に有機ＥＬ素子１６に流れる電流値のばらつきを抑えるこ
とができる。
【０１６３】
　また、図８の画素回路構成と実施の形態１で示した図１の画素回路構成とを比較すれば
判る通り、本実施の形態２に係る構成では、スイッチ用ＴＦＴやコンデンサをソースドラ
イバ回路側に配置するので、ボトムエミッション構成（ＴＦＴ素子を形成した透明基板側
に光を放出する構成）の表示装置において、画素当たりに配置できる有機ＥＬ素子の面積
を大きくできるといった効果が得られる。
【０１６４】
　この結果、有機ＥＬ素子の単位面積当たりの発光輝度が抑えられるので、有機ＥＬ素子
の輝度半減寿命を延ばすことができる。
【０１６５】
　また、トップエミッション構成（ＴＦＴ素子を形成した透明基板とは反対側に光を放出
する構成）において画素に配置する素子数が増えないので、従来技術と同様なサイズまで
画素サイズを小さくできる。
【０１６６】
　また、本実施の形態２において、非選択期間における有機ＥＬ素子１６の電流値を０と
する場合、図９における期間６ｔ１～１０ｔ１に示すように、制御配線Ｅｊの電位をＨｉ
ｇｈとしてスイッチ用ＴＦＴ２１をＯＮ状態とし、信号線ＴｊへＯＦＦ電位Ｖｏｆｆを供
給すればよい。またこの間、制御配線Ｃｊ，制御配線Ｂｊの電位はＬｏｗとする。
【０１６７】
　その結果、上記期間（６ｔ１～１０ｔ１）、信号線ＴｊはＯＦＦ電位となるので、図１
０の５．０１～５．５６ｍｓに示すように、有機ＥＬ素子１６を流れる電流値をほぼ０と
できる。
【０１６８】
　このシミュレーション結果と従来の図２５のシミュレーション結果とを比較すれば、図
８に示す回路構成において、スイッチ用ＴＦＴ２１を用いることで、有機ＥＬ素子１６を
流れる電流値を０に近づけることができることが判る。その結果、表示装置のコントラス
トを向上することができるので好ましい。
【０１６９】
　〔実施の形態３〕
　本実施の形態３では、本発明に係る第１の特徴的構成を画素回路およびソースドライバ
回路において適用した場合の第２の例について説明する。
【０１７０】
　本実施の形態３に係る表示装置も、本発明の特徴的構成部分を、画素回路とソースドラ
イバ回路とに分割して配置した構成である。このため、上記表示装置は、実施の形態２と
同様に図７に示すような構成となり、ここではその説明を省略する。
【０１７１】
　上記表示装置において、本発明の特徴的構成を含む画素回路Ａｉｊとソースドライバ回
路５０の出力段であるソースドライバ出力端回路Ｄｊとの構成を図１１に示す。
【０１７２】
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　本実施の形態３に係る表示装置では、図１１に示すように、画素回路Ａｉｊの構成にお
いて、実施の形態２で示した図８の画素回路構成の３本の制御配線Ｇｉ，Ｗｉ，Ｒｉの代
わりに１本のゲート配線Ｇｉを用い、ｐ型ＴＦＴであるスイッチ用ＴＦＴ１４の代わりに
ｎ型ＴＦＴであるスイッチ用ＴＦＴ１４’を用いている。すなわち、図１１に示す画素回
路Ａｉｊでは、スイッチ用ＴＦＴ１３，１５，１４’がゲート配線Ｇｉにより駆動される
。
【０１７３】
　また、電源配線Ｖｓをソース配線Ｓｊに平行な状態から、ゲート配線Ｇｉに平行な状態
に変更している。その他の点では図１１の回路は図８の回路と同じなので、ここではその
詳しい説明は省略する。
【０１７４】
　上記表示装置の画素回路Ａｉｊおよび出力端回路Ｄｊにおける動作を、制御配線Ｇｉ，
Ｃｊ，Ｅｊ，Ｂｊおよびソース配線Ｓｊの動作タイミングを示す図１２を参照して以下に
説明する。
【０１７５】
　本実施の形態３に係る駆動方法では、画素回路Ａｉｊの選択期間のうち、時間ｔ１～５
ｔ１で、ゲート配線Ｇｉの電位をＨｉｇｈ（ＧＨ）として、スイッチ用ＴＦＴ１３をＯＦ
Ｆ状態とし、スイッチ用ＴＦＴ１４’，１５をＯＮ状態とする。
【０１７６】
　この期間、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子が信号線Ｔｊと接続し、駆動用ＴＦＴ１１の
ゲート端子に第１コンデンサ１２，第２コンデンサ２５が接続された状態となる。
【０１７７】
　これと前後し、出力端回路Ｄｊでは、第１の期間（時間ｔ１～２ｔ１）において制御配
線Ｃｊの電位をＨｉｇｈとして、スイッチ用ＴＦＴ２２，２３をＯＮ状態とする。この結
果、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子とドレイン端子とが、スイッチ用ＴＦＴ１５，２２，
１４’を通じて接続される。また、第２コンデンサ２５の第２端子は所定電圧線Ｖａへ接
続される。
【０１７８】
　そして、電源配線Ｖｓから駆動用ＴＦＴ１１，スイッチ用ＴＦＴ１４’，ソース配線Ｓ
ｊを通して電流出力端Ｉｊより一定電流を引き抜く。このときのソース配線Ｓｊの電位は
、時間２ｔ１において制御配線Ｃｊの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ２２，２３を
ＯＦＦ状態とすることにより、第１コンデンサ１２および第２コンデンサ２５を用いて保
持される。
【０１７９】
　このとき、第１コンデンサ１２および第２コンデンサ２５により、駆動用ＴＦＴ１１の
ゲートでは、該駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度を補償し、第２コンデンサ２５の第
２端子電位がＶａのとき、先の一定電流（上記第１の期間で駆動用ＴＦＴ１１のソース・
ドレイン間に流れた電流）が流れるような電位が保持される。
【０１８０】
　次に、第２の期間（時間３ｔ１～４ｔ１）では、制御配線Ｂｊの電位をＨｉｇｈとして
、スイッチ用ＴＦＴ２４をＯＮ状態とする。この結果、第２コンデンサ２５の第２端子は
、スイッチ用ＴＦＴ２４，１４’を通じて駆動用ＴＦＴ１１のドレイン端子と接続される
。
【０１８１】
　このとき、電源配線Ｖｓから駆動用ＴＦＴ１１，スイッチ用ＴＦＴ１４’，ソース配線
Ｓｊを通して電流出力端Ｉｊより所望の電流が流される。これにより、上記第２の期間で
は、駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度に依らず、駆動用ＴＦＴ１１のソース・ドレイ
ン間電位を概ね一定とした状態で、駆動用ＴＦＴ１１に所望の電流を流すようそのゲート
・ソース間電位を設定できる。
【０１８２】
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　この第２の期間での駆動用ＴＦＴ１１のソース・ゲート間電位は、その後、時間４ｔ１
で、制御配線Ｂｊの電位をＬｏｗとし、スイッチ用ＴＦＴ２４をＯＦＦ状態とすることで
、第２コンデンサ２５に保持される。
【０１８３】
　その後、時間５ｔ１で、ゲート配線Ｇｉの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ１５を
ＯＦＦ状態とすることで第１コンデンサ１２と信号配線Ｔｊとの電気的接続を遮断し、こ
のときの信号配線Ｔｊの電位を第１コンデンサ１２へ保持する。同時に、スイッチ用ＴＦ
Ｔ１４’をＯＦＦ状態とすることで駆動用ＴＦＴ１１のドレイン端子とソース配線Ｓｊと
の電気的接続を遮断すると共に、スイッチ用ＴＦＴ１３をＯＮ状態として、駆動用ＴＦＴ
１１から有機ＥＬ素子１６へ電流を流す状態とする。
【０１８４】
　以上で、画素回路Ａｉｊの選択期間が終わり、次の画素回路Ａ（ｉ＋１）ｊの選択期間
になる。
【０１８５】
　上記図１１に示す画素回路構成およびソースドライバ回路の出力端回路構成を用いて、
有機ＥＬ素子１６を流れる電流値をシミュレーションで求めた結果を図１３に示す。
【０１８６】
　図１３におけるシミュレーションでは、０．５５ｍｓ毎に選択期間が来るよう設定し、
最初の時間０．０６ｍｓ～０．６１ｍｓの間でソース配線Ｓｊへ電流値０．１μＡが流れ
るよう設定した。それ以降は時間０．５５ｍｓ毎に、ソース配線Ｓｊへ流れる電流値を０
．１μＡ刻みで０．９μＡまで増加させ、その後０に戻し、再度０．１μＡ刻みで増加さ
せている。
【０１８７】
　本実施の形態３に係るシミュレーション結果と従来の技術で示した図２５のシミュレー
ション結果とを比較すれば判る通り、本実施の形態３のように画素回路Ａｉｊにおける制
御配線を減らした構成でも、駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度のばらつきの影響を弱
め、非選択期間に有機ＥＬ素子１６に流れる電流値のばらつきを抑えることができる。
【０１８８】
　また、本実施の形態３に係る図１１の画素回路構成と実施の形態２で示した図８の画素
回路構成とを比較すれば判る通り、本実施の形態３では制御配線Ｇｉが１本だけで済むの
で、ボトムエミッション構成（ＴＦＴ素子を形成した透明基板側に光を放出する構成）の
表示装置において、画素当たりに配置できる有機ＥＬ素子の面積をより大きくでき、有機
ＥＬ素子の輝度半減寿命を延ばすことができるので好ましい。
【０１８９】
　〔実施の形態４〕
　本実施の形態４では、本発明に係る第２の特徴的構成をソースドライバ回路において適
用した場合の例について説明する。
【０１９０】
　本実施の形態３に係る表示装置において、ソースドライバ回路の出力段である電流出力
回路Ｆｊの構成を図１４に示す。上記電流出力回路Ｆｊにおける出力端子Ｉｊは、例えば
、図１に示すソース配線Ｓｊや、図８および図１１に示す電流出力端Ｉｊへ接続されるも
のである。
【０１９１】
　上記電流出力回路Ｆｊは、アクティブ素子である駆動用ＴＦＴ３１のゲート端子（電流
制御端子）に第１コンデンサ３２および第２コンデンサ３３の一方の端子（第１端子とす
る）が接続された構成である。また、第１コンデンサ３２におけるもう一方の端子（第２
端子とする）および駆動用ＴＦＴ３１のドレイン端子（電流出力端子）は共通電極Ｖｃｏ
ｍに接続されている。
【０１９２】
　この駆動用ＴＦＴ３１のゲート端子とＴＦＴのソース端子（電流入力端子）との間には
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、スイッチ用ＴＦＴ３４およびスイッチ用ＴＦＴ３５が直列に配置されている。
【０１９３】
　また、第２コンデンサ３３のもう一方の端子（第２端子とする）と所定電圧線Ｖｂの間
にはスイッチ用ＴＦＴ３６が配置され、第２コンデンサ３３の第２端子と駆動用ＴＦＴ３
１のソース端子との間にはスイッチ用ＴＦＴ３７とスイッチ用ＴＦＴ３５とが直列に配置
されている。
【０１９４】
　さらに、電流出力回路Ｆｊの出力端子Ｉｊと駆動用ＴＦＴ３１のソース端子の間にはス
イッチ用ＴＦＴ３８が配置されている。
【０１９５】
　このスイッチ用ＴＦＴ３４，３６のゲート端子には制御配線ＤＣｊが接続され、スイッ
チ用ＴＦＴ３７，３５，３８のゲート端子には制御配線ＤＰｊ，ＤＷｊ，ＤＲｊがそれぞ
れ接続されている。
【０１９６】
　上記表示装置のソースドライバ回路における電流出力回路Ｆｊにおける動作を、制御配
線ＤＲｊ，ＤＷｊ，ＤＣｊ，ＤＰｊ，および共通電流配線Ｉｃｏｍの動作タイミングを示
す図１５を参照して以下に説明する。
【０１９７】
　本実施の形態４に係る駆動方法では、電流設定期間である時間ｔ１～５ｔ１の間に、制
御配線ＤＲｊの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ３８をＯＦＦ状態とし、制御配線Ｄ
Ｗｊの電位をＨｉｇｈとしてスイッチ用ＴＦＴ３５をＯＮ状態とする。
【０１９８】
　そして、第１の期間（時間ｔ１～２ｔ１）では、制御配線ＤＣｊの電位をＨｉｇｈとし
て、スイッチ用ＴＦＴ３４，３６をＯＮ状態とする。この結果、駆動用ＴＦＴ３１のゲー
ト端子とソース端子とは、スイッチ用ＴＦＴ３４，３５を通じて電気的に接続される。ま
た、第２コンデンサ３３の第２端子は、スイッチ用ＴＦＴ３６を通じて所定電圧線Ｖｂへ
接続される。このとき、共通電流配線Ｉｃｏｍからスイッチ用ＴＦＴ３５，駆動用ＴＦＴ
３１を通して共通電極Ｖｃｏｍへ一定電流を流す。
【０１９９】
　そして、上記第１の期間での共通電流配線Ｉｃｏｍの電位を第１コンデンサ３２および
第２コンデンサ３３を用いて保持するため、時間２ｔ１において制御配線ＤＣｊの電位を
Ｌｏｗとし、スイッチ用ＴＦＴ３４，３６をＯＦＦ状態とする。
【０２００】
　このとき、第１コンデンサ３２および第２コンデンサ３３により、駆動用ＴＦＴ３１の
ゲートでは、該駆動用ＴＦＴ３１の閾値電圧・移動度を補償し、第２コンデンサ３３の第
２端子電位がＶｂのとき、先の一定電流（上記第１の期間で駆動用ＴＦＴ３１のソース・
ドレイン間に流れた電流）が流れるような電位が保持される。
【０２０１】
　次に、第２の期間（時間３ｔ１～４ｔ１）では、制御配線ＤＰｊの電位をＨｉｇｈとし
て、スイッチ用ＴＦＴ３７をＯＮ状態とする。この結果、第２コンデンサ３３の第２端子
は、駆動用ＴＦＴ３１のソース端子とスイッチ用ＴＦＴ３７，３５を通じて接続される。
このとき、共通電流配線Ｉｃｏｍからスイッチ用ＴＦＴ３５，駆動用ＴＦＴ３１を通じて
共通電極Ｖｃｏｍへ所望の電流が流される。
【０２０２】
　これにより、上記第２の期間では、駆動用ＴＦＴ３１の閾値電圧・移動度に依らず、駆
動用ＴＦＴ３１のソース・ドレイン間電位を概ね一定とした状態で、駆動用ＴＦＴ３１に
所望の電流を流すようゲート・ドレイン間電位が設定できる。
【０２０３】
　この第２の期間での駆動用ＴＦＴ３１のゲート・ドレイン間電位は、時間４ｔ１で、制
御配線ＤＰｊの電位をＬｏｗとし、スイッチ用ＴＦＴ３７をＯＦＦ状態とすることで、第
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１コンデンサ３２および第２コンデンサ３３に保持される。
【０２０４】
　その後、時間５ｔ１で、制御配線ＤＷｊの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ３５を
ＯＦＦ状態とし、共通電流配線Ｉｃｏｍと駆動用ＴＦＴ３１のソース端子との電気的接続
を遮断する。さらに、制御配線ＤＲｊの電位をＨｉｇｈとしてスイッチ用ＴＦＴ３８をＯ
Ｎ状態とすることで、電流出力端子Ｉｊから駆動用ＴＦＴ３１へ所望の電流を流す状態と
する。
【０２０５】
　以上で、この電流出力回路Ｆｊの選択期間が終わり、次の電流出力回路Ｆｊ＋１の電流
設定期間となる。
【０２０６】
　上記電流出力回路Ｆｊの選択期間において、駆動用ＴＦＴ３１の閾値電圧・移動度を以
下の表２の条件で変化させ、駆動用ＴＦＴ３１のソース・ドレイン間電圧Ｖｓｄとゲート
・ドレイン間電圧Ｖｇｄとをシミュレーションした結果を図１６に示す。
【０２０７】
【表２】

【０２０８】
　図１６では、時間０．６１～０．６２ｍｓが上記第１の期間に相当する。図１６から判
るとおり、この期間では駆動用ＴＦＴ３１のソース・ドレイン間電位Ｖｓｄ（１）～（５
）とソース・ゲート間電位Ｖｓｇ（１）～（５）とは一致している。
【０２０９】
　また、図１６では、時間０．６３～０．６４ｍｓが上記第２の期間に相当する。図１６
から判るとおり、この期間では駆動用ＴＦＴ３１のソース・ドレイン間電位Ｖｓｄは、駆
動用ＴＦＴの閾値電圧・移動度の条件の違いに依らず、ほぼ同じ値となっている。
【０２１０】
　すなわち、上記第２の期間では、共通電流配線Ｉｃｏｍからスイッチ用ＴＦＴ３５，駆
動用ＴＦＴ３１を通じて共通電極Ｖｃｏｍへ所望の電流を流すので、駆動用ＴＦＴの閾値
電圧・移動度のばらつきに依らず、駆動用ＴＦＴ３１のソース・ドレイン間電位が一定と
なる条件で駆動用ＴＦＴ３１のゲート・ドレイン間電位Ｖｇｄを設定できる。
【０２１１】
　この結果、駆動用ＴＦＴ３１の閾値電圧・移動度に依らず、駆動用ＴＦＴ３１のソース
・ドレイン間電位が等しければ、概ね一定の電流を流すことができる電流出力回路が実現
できる。
【０２１２】
　その後、電流出力回路Ｆｊの読み出し期間となるが、図１６のシミュレーションでは、
この電流出力端子Ｉｊと電源配線Ｖｓとの間に有機ＥＬ素子の代わりに抵抗を配置したが
駆動用ＴＦＴ３１の出力電流値がほぼ一定であるため、この読み出し期間で駆動用ＴＦＴ
３１のソース・ドレイン間電圧Ｖｓｄは、ほぼ一定となる。
【０２１３】
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　このとき、上記表２に示した５つの駆動用ＴＦＴ３１の閾値電圧・移動度条件を用いて
駆動用ＴＦＴ３１の電流値ばらつきをシミュレーションした結果を図１７に示す。
【０２１４】
　図１７におけるシミュレーションでは、０．５５ｍｓ毎に選択期間が来るよう設定し、
最初の時間０．０６ｍｓ～０．６５ｍｓの間でソース配線Ｓｊへ電流値０．１μＡが流れ
るよう設定した。それ以降は時間０．５５ｍｓ毎に、ソース配線Ｓｊへ流れる電流値を０
．１μＡ刻みで０．９μＡまで増加させ、その後０に戻し、再度０．１μＡ刻みで増加さ
せている。
【０２１５】
　図１７のシミュレーション結果から判る通り、本実施の形態４に係るソースドライバ回
路を用いれば、駆動用ＴＦＴ３１の閾値電圧・移動度のばらつきによる、駆動用ＴＦＴ３
１を流れる電流値のばらつきを抑える（図１７の時間３．６ｍｓで電流値のばらつきは１
．０５～１．１５μＡの範囲、即ち９％のばらつき範囲に収まっているので）効果がある
。
【０２１６】
　特に、出力電流が０．８μＡまでは駆動用ＴＦＴ３１の閾値電圧・移動度のばらつきに
依らず、ほぼ均一な電流値が得られている。
【０２１７】
　ところで、本発明の特徴的構成をソースドライバ回路として用いる場合、さらにその構
成を画素回路においても本発明の特徴的構成を用いることが好ましい。以下にその例を説
明する。
【０２１８】
　すなわち、図１４のソースドライバ回路の電流出力端子Ｉｊに実施の形態１で示した図
１の画素回路を接続し、その効果をシミュレーションにより調べてみた。
【０２１９】
　まず、上記図１４および図１に与える各制御端子の信号タイミングを図１８のようにす
る。
【０２２０】
　この駆動タイミングを用いて図１４の駆動用ＴＦＴ３１のソース・ドレイン間電位Ｖｓ
ｄとソース・ゲート間電位Ｖｓｇをシミュレーションで調べた結果を図１９に示す。
【０２２１】
　図１９においては、時間０．６１～０．６５ｍｓが図１４のソースドライバ回路の駆動
用ＴＦＴ３１の電流設定期間に相当し、時間０．７０～０．７５ｍｓが図１の画素回路の
選択期間に相当する。
【０２２２】
　また、時間０．６１～０．６２ｍｓがソースドライバ回路の駆動用ＴＦＴ３１の第１の
期間に相当するが、この時、駆動用ＴＦＴ３１のソース・ドレイン間電位Ｖｓｄとゲート
・ドレイン間電位Ｖｇｄとは一致している。
【０２２３】
　次に、時間０．６３～０．６４ｍｓがソースドライバ回路の駆動用ＴＦＴ３１の第２の
期間に相当するが、この時、駆動用ＴＦＴ３１のソース・ドレイン間電位Ｖｓｄは、駆動
用ＴＦＴ３１の閾値電圧・移動度に依らず一致する。
【０２２４】
　次に、時間０．７１～０．７２ｍｓが画素回路の第１の期間に相当する。このとき、ソ
ースドライバ回路の駆動用ＴＦＴ３１のソース・ドレイン間電位Ｖｓｄが、画素回路の駆
動用ＴＦＴ１の閾値電圧・移動度のばらつきによりばらついている。その結果、ソースド
ライバ回路の駆動用ＴＦＴ３１の出力電流もばらつく。
【０２２５】
　しかし、画素回路の第２の期間に相当する時間０．７３～０．７４ｍｓでは、画素回路
の駆動用ＴＦＴ１の閾値電圧・移動度に依らず、ソースドライバ回路の駆動用ＴＦＴ３１
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のソース・ドレイン間電位Ｖｓｄが一致する。その結果、図２０に示すように、画素回路
に配置した有機ＥＬ素子６を流れる電流値のばらつきは抑えられる。
【０２２６】
　なおこの場合、ソースドライバ回路の電流読み出し時のソース電位は上記所定電圧線の
電位Ｖｂであることが好ましい。そのためには、上記画素回路の所定電圧線電位Ｖａと上
記所定電圧線電位Ｖｂとを同じにすれば良い。
【０２２７】
　このように本発明の特徴的構成部分は、ソースドライバ回路の電流出力回路として用い
ることもできるし、画素回路で用いることもできる。何れの回路構成で用いても、本発明
は駆動用ＴＦＴの閾値電圧・移動度に依らず、駆動用ＴＦＴへ所望の電流を流す効果があ
る。
【０２２８】
　また、図２３のようにソースドライバ回路から電流を入力するときは、これと共に用い
るソースドライバ回路側において、図２１に示すように、用いるＴＦＴ３１’および３４
’～３８’をすべてｐ型ＴＦＴで構成することが好ましい。
【０２２９】
　なお、図２１の回路構成は、駆動用ＴＦＴ３１’のソース端子が電源配線Ｖｓと繋がっ
ており、駆動用ＴＦＴ３１’から電流が出力される本発明の第１の構成をソースドライバ
回路へ適用した例となる。
【０２３０】
　〔実施の形態５〕
　本実施の形態５では、本発明に係る第１の特徴的構成を画素回路およびソースドライバ
回路において適用した場合の第３の例について説明する。
【０２３１】
　本実施の形態５に係る表示装置も、本発明の特徴的構成部分を、画素回路とソースドラ
イバ回路とに分割して配置した構成である。このため、上記表示装置は、実施の形態２と
同様に図７に示すような構成となり、ここではその説明を省略する。
【０２３２】
　上記表示装置において、本発明の特徴的構成を含む画素回路Ａｉｊとソースドライバ回
路５０の出力段であるソースドライバ出力端回路Ｄｊとの構成を図３１に示す。
【０２３３】
　本実施の形態５に係る表示装置では、上記図３１に示すように、ソース配線Ｓｊとゲー
ト配線Ｇｉとが交差する領域に画素回路Ａｉｊが配置され、各画素回路Ａｉｊには、アク
ティブ素子である駆動用ＴＦＴ４１と電気光学素子である有機ＥＬ素子４８と第１のスイ
ッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ４２と第１コンデンサ４４と第２コンデンサ
４５とが配置されている。この駆動用ＴＦＴ４１と有機ＥＬ素子４８とは、電源配線Ｖｓ
と共通配線Ｖｃｏｍとの間に直列に配置されている。
【０２３４】
　そして、駆動用ＴＦＴ４１のゲート端子（電流制御端子）には第１コンデンサ４４およ
び第２のコンデンサ４５のそれぞれにおける一方の端子（第１端子とする）が接続され、
第１コンデンサ４４のもう一方の端子（第２端子とする）は駆動用ＴＦＴ４１のソース端
子（電流入力端子）および電源配線Ｖｓへ接続されている。
【０２３５】
　また、駆動用ＴＦＴ４１のゲート端子（電流制御端子）とソース配線Ｓｊの間には第１
のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ４２が配置されている。
【０２３６】
　更に、ソース配線Ｓｊと平行に第３の配線である信号線（接続配線）Ｔｊが配置され、
第２のコンデンサ４５のもう一方の端子（第２端子とする）はスイッチ用ＴＦＴ４３を介
して信号線Ｔｊに接続されている。
【０２３７】
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　さらに、駆動用ＴＦＴ４１のドレイン端子（電流出力端子）と有機ＥＬ素子４８の陽極
との間にはスイッチ用ＴＦＴ４６が配置されており、駆動用ＴＦＴ４１とスイッチ用ＴＦ
Ｔ４６との間の接続点は、スイッチ用ＴＦＴ４７を介してソース配線Ｓｊと接続されてい
る。
【０２３８】
　この画素回路Ａｉｊを構成するスイッチ用ＴＦＴ４２，４３のゲート端子には各々制御
配線Ｃｉ，Ｇｉが、スイッチ用ＴＦＴ４６，４７のゲート端子には制御配線Ｗｉが接続さ
れている。
【０２３９】
　ソースドライバ回路５０では、複数の画素回路Ａ１ｊ～Ａｎｊに対応して１つの出力端
回路Ｄｊが配置されている。この出力端回路Ｄｊは、図３１に示すように、信号線Ｔｊと
ソース配線Ｓｊとの間に第２のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ５１が配
置されている。また、信号線Ｔｊと所定電圧線Ｖａの間には第３のスイッチ用トランジス
タであるスイッチ用ＴＦＴ４９が配置されている。
【０２４０】
　上記出力端回路Ｄｊにおいて、スイッチ用ＴＦＴ４９のゲート端子には制御配線Ｃｃが
接続され、スイッチ用ＴＦＴ５１のゲート端子には制御配線Ｂｃが接続されている。
【０２４１】
　上記表示装置の画素回路Ａｉｊおよび出力端回路Ｄｊにおける動作を、制御配線Ｗｉ，
Ｇｉ，Ｃｉ，Ｃｃ，Ｂｃおよびソース配線Ｓｊの動作タイミングを示す図３２を参照して
以下に説明する。
【０２４２】
　本実施の形態５に係る駆動方法では、画素回路Ａｉｊの選択期間である時間ｔ１～６ｔ
１の間に、制御配線Ｗｉの電位をＨｉｇｈ（ＧＨ）としてスイッチ用ＴＦＴ４６をＯＦＦ
状態とし、同時にスイッチ用ＴＦＴ４７をＯＮ状態とする。また、時間ｔ１～５ｔ１の間
に、制御配線Ｇｉの電位をＨｉｇｈ（ＧＨ）としてスイッチ用ＴＦＴ４３をＯＮ状態とす
る。
【０２４３】
　画素回路Ａｉｊの選択期間の第１の期間（時間ｔ１～２ｔ１）では、制御配線Ｃｉの電
位をＨｉｇｈとしてスイッチＴＦＴ４２をＯＮ状態とし、駆動用ＴＦＴ４１のゲート端子
をソース配線Ｓｊに電気的に接続させる。これにより、駆動用ＴＦＴ４１のゲート端子と
ドレイン端子とが、スイッチ用ＴＦＴ４２，４７を通じて電気的に接続され、電源配線Ｖ
ｓから駆動用ＴＦＴ４１，スイッチ用ＴＦＴ４７，ソース配線Ｓｊを通して電流出力端Ｉ
ｊより一定電流が流れる。
【０２４４】
　また、時間ｔ１～３ｔ１の間、出力端回路Ｄｊの制御配線Ｃｃの電位をＨｉｇｈとして
、スイッチ用ＴＦＴ４９をＯＮ状態とする。この結果、第２コンデンサ４５の第２端子は
、スイッチ用ＴＦＴ４３、信号線Ｔｊ，スイッチ用ＴＦＴ４９を通じて所定電圧線Ｖａへ
接続される。
【０２４５】
　その後、この時のソース配線Ｓｊ電位を第１コンデンサ４４および第２コンデンサ４５
を用いて保持するために、制御配線Ｃｉの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ４２をＯ
ＦＦ状態とする。
【０２４６】
　このとき、第１コンデンサ４４および第２コンデンサ４５により、駆動用ＴＦＴ４１の
ゲート端子電位は、該駆動用ＴＦＴ４１の閾値電圧・移動度に依らず、第２コンデンサ４
５の第２端子電位がＶａのとき、先の一定電流（上記第１の期間で駆動用ＴＦＴ４１のソ
ース・ドレイン間に流れた電流）が流れるような電荷が保持される。その後制御配線Ｃｃ
をＬｏｗとして、スイッチ用ＴＦＴ４９をＯＦ状態とする。
【０２４７】
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　次に、第２の期間（時間４ｔ１～５ｔ１）では、制御配線Ｂｃの電位をＨｉｇｈとして
、スイッチ用ＴＦＴ５１をＯＮ状態とする。この結果、第２コンデンサ４５の第２端子は
、スイッチ用ＴＦＴ４３，５１，４７を通じて駆動用ＴＦＴ４１のドレイン端子と接続さ
れる。このとき、電源配線Ｖｓから駆動用ＴＦＴ４１，スイッチ用ＴＦＴ４７，ソース配
線Ｓｊを通じて電流出力端Ｉｊより所望の電流が流される。
【０２４８】
　これにより、上記第２の期間では、駆動用ＴＦＴ４１の閾値電圧・移動度に依らず、駆
動用ＴＦＴ４１のソース・ドレイン間電位が上記電位Ｖｓ－Ｖａのとき、駆動用ＴＦＴ４
１に上記電流（上記第１の期間で駆動用ＴＦＴ４１のソース・ドレイン間に流れた電流）
を流すよう設定される。そして、駆動用ＴＦＴ４１へ所望の電流を流すことで、駆動用Ｔ
ＦＴ４１のソース・ドレイン間電位が概ね一定の条件で駆動用ＴＦＴのゲート・ソース間
電位を設定できる。
【０２４９】
　この第２の期間での駆動用ＴＦＴ４１のソース・ゲート間電位は、その後、時間５ｔ１
で、制御配線Ｇｉの電位をＬｏｗとし、スイッチ用ＴＦＴ４３をＯＦＦ状態とすることで
、第１コンデンサ４４および第２コンデンサ４５に保持される。
【０２５０】
　その後、時間６ｔ１で、制御配線Ｂｃの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ５１をＯ
ＦＦ状態とすることで信号線Ｔｊとソース配線Ｓｊとの電気的接続を遮断する。更に、制
御配線Ｗｉの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ４７をＯＦＦ状態とし、スイッチ用Ｔ
ＦＴ４６をＯＮ状態として駆動用ＴＦＴ４１から有機ＥＬ素子４８へ電流を流す状態とす
る。
【０２５１】
　以上で、画素回路Ａｉｊの選択期間が終わり、次の画素回路Ａ（ｉ＋１）ｊの選択期間
になる。
【０２５２】
　上記図３１に示す画素回路構成およびソースドライバ回路の出力端回路構成を用いて、
有機ＥＬ素子４８を流れる電流値をシミュレーションで求めた結果を図３３に示す。
【０２５３】
　図３３におけるシミュレーションでは、０．２７ｍｓ毎に選択期間が来るよう設定し、
最初の時間０．３０ｍｓ～０．５７ｍｓの間でソース配線Ｓｊへ電流値０．９μＡが流れ
るよう設定した。それ以降は時間０．２７ｍｓ毎に、ソース配線Ｓｊへ流れる電流値を－
０．１μＡ刻みで０μＡまで減少させ、その後再び０．９μＡに戻るよう設定した。
【０２５４】
　本実施の形態５に係るシミュレーション結果（特に時間０．３０ｍｓから１．９ｍｓの
結果）と従来の技術で示した図２５のシミュレーション結果とを比較すれば判る通り、本
実施の形態５のようにソースドライバ出力端回路Ｄｊに第２のスイッチ用トランジスタと
第３のスイッチ用トランジスタを配置した構成でも、駆動用ＴＦＴ４１の閾値電圧・移動
度のばらつきの影響を弱め、非選択期間に有機ＥＬ素子４８に流れる電流値のばらつきを
抑えることができる。
【０２５５】
　〔実施の形態６〕
　本実施の形態６では、本発明に係る第２の特徴的構成を画素回路において適用した場合
について説明する。
【０２５６】
　本実施の形態６に係る表示装置は、図３４に示すように、その各画素回路Ａｉｊにおい
て、電源配線Ｖｓと共通配線Ｖｃｏｍとの間に駆動用トランジスタである駆動用ＴＦＴ６
３と電気光学素子である有機ＥＬ素子６９とを直列に配置している。
【０２５７】
　駆動用ＴＦＴ６３のゲート端子（電流制御端子）は、第１のスイッチ用トランジスタで
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あるスイッチ用ＴＦＴ６４を介してソース配線Ｓｊと接続されている。また、駆動用ＴＦ
Ｔ６３のゲート端子には第１コンデンサ６８および第２コンデンサ６７のそれぞれにおけ
る一方の端子（第１端子とする）が接続されている。第１コンデンサ６８のもう一方の端
子（第２端子とする）は、駆動用ＴＦＴ６３のドレイン端子（電流出力端子）および有機
ＥＬ素子６９の陽極へ接続されている。第２コンデンサ６７のもう一方の端子（第２端子
とする）は、第３のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ６５を介して電源配
線（所定電圧線）Ｖｓに接続され、第２のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦ
Ｔ６６を介してソース配線Ｓｊに接続されている。
【０２５８】
　スイッチ用ＴＦＴ６４およびスイッチ用ＴＦＴ６５のゲート端子は制御配線Ｃｉに接続
されており、スイッチ用ＴＦＴ６６のゲート端子は制御配線Ｇｉに接続されている。
【０２５９】
　駆動用ＴＦＴ６３のソース端子（電流入力端子）と電源配線Ｖｓとの間にはスイッチ用
ＴＦＴ６１が配置されており、該スイッチ用ＴＦＴ６１のゲート端子は制御配線Ｒｉに接
続されている。駆動用ＴＦＴ６３とスイッチ用ＴＦＴ６１との間の接続点は、スイッチ用
ＴＦＴ６２を介してソース配線Ｓｊと接続されており、該スイッチ用ＴＦＴ６２のゲート
端子は制御配線Ｗｉに接続されている。
【０２６０】
　これら制御配線Ｃｉ，Ｇｉ，Ｗｉのうち何れを第２の配線（ゲート配線）としても良い
し、これらスイッチ用ＴＦＴ６２，６４，６６のうち何れを選択用ＴＦＴとしても良い。
【０２６１】
　この回路構成では、駆動用ＴＦＴ６３のゲート端子は、スイッチ用ＴＦＴ６４、ソース
配線Ｓｊおよびスイッチ用ＴＦＴ６２を介して駆動用ＴＦＴ６３のソース端子へ接続され
る。また、第２コンデンサ６７の第２端子は、スイッチ用ＴＦＴ６６、ソース配線Ｓｊお
よびスイッチ用ＴＦＴ６２を介して駆動用ＴＦＴ６３のソース端子へ接続される。
【０２６２】
　上記表示装置の画素回路Ａｉｊにおける動作を、制御配線Ｒｉ，Ｗｉ，Ｃｉ，Ｇｉおよ
びソース配線Ｓｊの動作タイミングを示す図３５を参照して以下に説明する。
【０２６３】
　本実施の形態６に係る駆動方法では、選択期間である時間０～６ｔ１の間に、制御配線
Ｒｉの電位をＨｉｇｈ（ＧＨ）としてスイッチ用ＴＦＴ６１をＯＦＦ状態とし、時間ｔ１
～５ｔ１の間に制御配線Ｗｉの電位をＬｏｗ（ＧＬ）としてスイッチ用ＴＦＴ６２をＯＮ
状態とする。
【０２６４】
　そして、第１の期間（時間ｔ１～２ｔ１）において、制御配線Ｃｉの電位をＬｏｗとし
て、スイッチ用ＴＦＴ６４・６５をＯＮ状態とする。この結果、駆動用ＴＦＴ６３のゲー
ト端子とソース端子とはスイッチ用ＴＦＴ６４・６２を通じて接続される。また、第２コ
ンデンサ６７の第２端子は、スイッチ用ＴＦＴ６５を通じて電源線（所定電圧線）Ｖｓへ
接続される。このとき、図示しないソースドライバ回路からソース配線Ｓｊ、スイッチ用
ＴＦＴ６２、駆動用ＴＦＴ６３を通じて有機ＥＬ素子６９へ向け一定電流が流される。
【０２６５】
　その後（時間２ｔ１以降）、制御配線Ｃｉの電位をＨｉｇｈとしてスイッチ用ＴＦＴ６
４・６５をＯＦＦ状態とする。このとき、上記第１の期間で設定されたソース配線Ｓｊの
電位は、第１コンデンサ６８および第２コンデンサ６７を用いて保持される。
【０２６６】
　次に、第２の期間（時間３ｔ１～４ｔ１）において、制御配線Ｇｉの電位をＬｏｗとし
て、スイッチ用ＴＦＴ６６をＯＮ状態とする。この結果、第２コンデンサ６７の第２端子
は、スイッチ用ＴＦＴ６６・６２を通じて駆動用ＴＦＴ６３のソース端子と接続される。
このとき、図示しないソースドライバ回路からソース配線Ｓｊ、スイッチ用ＴＦＴ６２、
駆動用ＴＦＴ６３を通じて、有機ＥＬ素子６９へ向け所望の電流が流れる。
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【０２６７】
　上記第２の期間で設定された駆動用ＴＦＴ６３のドレイン・ゲート間電位は、その後（
時間４ｔ１以降）、制御配線Ｇｉの電位をＨｉｇｈとしスイッチ用ＴＦＴ６６をＯＦＦ状
態とすることで、第１コンデンサ６８および第２コンデンサ６７に保持される。
【０２６８】
　その後、制御配線Ｗｉの電位をＨｉｇｈとしてスイッチ用ＴＦＴ６２をＯＦＦ状態とし
て、制御配線Ｒｉの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ６１をＯＮ状態とする。
【０２６９】
　以上でこの画素回路Ａｉｊの選択期間が終わり、次の画素回路Ａ（ｉ＋１）ｊの選択期
間になる。
【０２７０】
　なお、図３４に示すソースドライバ出力端回路Ｄｊでは、ＯＦＦ電位線Ｖｏｆｆとソー
ス配線Ｓｊとの間に第４のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ７０が配置さ
れている。
【０２７１】
　そしてこのスイッチ用ＴＦＴ７０のゲート端子には制御配線Ｅｊが接続され、選択され
た有機ＥＬ素子６９の電流値を０とする場合、図３５に示されるように、上記第２の期間
（９ｔ１～１１ｔ１）で制御配線ＥｊをＨｉｇｈとして、スイッチ用ＴＦＴ７０をＯＮ状
態とする。このとき、ソース配線Ｓｊとソースドライバの電流出力回路との接続をオープ
ン状態として、ＯＦＦ電位線Ｖｏｆｆよりソース配線へＯＦＦ電位を供給する。
【０２７２】
　このＯＦＦ電位は共通電極電位Ｖｃｏｍと同等かより低い電位とするので、スイッチ用
ＴＦＴ６２を通してこの電位が駆動用ＴＦＴ６３のソース電位となるか、またはスイッチ
用ＴＦＴ６２がＯＦＦ状態となることで、駆動用ＴＦＴ６３のゲート電位がソース端子よ
り放電され、駆動用ＴＦＴ６３のゲート電位は第１期間の電位より低下し、駆動用ＴＦＴ
６３はＯＦＦ状態となる。
【０２７３】
　上記図３４に示す画素回路構成およびソースドライバ回路の出力端回路構成を用いて、
有機ＥＬ素子６９を流れる電流値をシミュレーションで求めた結果を図３６に示す。
【０２７４】
　図３６におけるシミュレーションでは、１．０８ｍｓ毎に選択期間が来るよう設定し、
最初の時間２．３０ｍｓ～３．３８ｍｓの間でソース配線Ｓｊへ電流値１．１μＡが流れ
るよう設定した。それ以降は時間１．０８ｍｓ毎に、ソース配線Ｓｊへ流れる電流値を－
０．１２μＡ刻みで０μＡまで減少させ、その後再び１．１μＡに戻した。
【０２７５】
　本実施の形態６に係るシミュレーション結果と従来の技術で示した図２５のシミュレー
ション結果とを比較すれば判る通り、本実施の形態６のように駆動用トランジスタの電流
制御端子と電流入力端子を制御する構成でも、駆動用ＴＦＴ６３の閾値電圧・移動度のば
らつきの影響を弱め、非選択期間に有機ＥＬ素子６９に流れる電流値のばらつきを抑える
ことができる。
【０２７６】
　なお、図１の画素回路構成では第２コンデンサ７の第２端子へ所定電位Ｖａを与えるた
め電源配線Ｖａが配置されていた。しかし、本発明に係る第２の特徴的構成を画素回路に
おいて適用した場合、所定電位配線を電源配線Ｖｓと共通化できるので、図３４に示した
よう電源配線Ｖａがなくても済む。
【０２７７】
　また、図３７に示すように、本発明の手段を構成する駆動用ＴＦＴ、第１コンデンサ、
第２コンデンサ、第１スイッチ用トランジスタ、第２スイッチ用トランジスタ、および第
３スイッチ用トランジスタの一部をソースドライバ回路側に配置することも可能である。
【０２７８】
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　即ち、図３７の画素回路構成Ａｉｊで、第１コンデンサ９８が駆動用ＴＦＴ９４のゲー
ト・ドレイン間に配置され、駆動用ＴＦＴ９４のゲート端子とソース配線Ｓｊの間には第
１スイッチ用ＴＦＴ９５が配置され、駆動用ＴＦＴ９４のゲート端子と信号線Ｔｊの間に
は第２コンデンサ９７とスイッチ用ＴＦＴ９３とが直列に配置されている。また、駆動用
ＴＦＴ９４のドレイン端子と共通電極Ｖｃｏｍの間には有機ＥＬ素子９６が配置され、駆
動用ＴＦＴ９４のソース端子と電源配線Ｖｓとの間にはスイッチ用ＴＦＴ９１が配置され
、駆動用ＴＦＴ９４のソース端子とソース配線Ｓｊの間にはスイッチ用ＴＦＴ９２が配置
されている。
【０２７９】
　また、ソースドライバ出力端回路Ｄｊでは、信号線Ｔｊとソース配線Ｓｊの間に第２ス
イッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ１００が配置され、信号線Ｔｊと所定電圧
線Ｖｂの間には第３スイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ９９が配置されてい
る。
【０２８０】
　この画素回路Ａｉｊ及びソースドライバ出力端回路Ｄｊを用いた駆動タイミングは図３
１に示した画素回路同様、図３２に示すようなものとなるので、その説明は省略する。
【０２８１】
　〔実施の形態７〕
　本実施の形態７では、本発明に係る第２の特徴的構成を画素回路およびソースドライバ
回路において適用した場合の別の例について説明する。
【０２８２】
　本実施の形態７に係る表示装置も、本発明の特徴的構成部分を、画素回路とソースドラ
イバ回路とに分割して配置した構成である。このため、上記表示装置は、実施の形態２と
同様に図７に示すような構成となり、ここではその説明を省略する。
【０２８３】
　上記表示装置において、本発明の特徴的構成を含む画素回路Ａｉｊとソースドライバ回
路５０の出力段であるソースドライバ出力端回路Ｄｊとの構成を図３８に示す。
【０２８４】
　本実施の形態７に係る表示装置では、上記図３８に示すように、ソース配線Ｓｊとゲー
ト配線Ｇｉが交差する領域に画素回路Ａｉｊが配置され、各画素回路Ａｉｊには、アクテ
ィブ素子である駆動用ＴＦＴ７４と電気光学素子である有機ＥＬ素子７６と第１コンデン
サ７５とが配置されている。この駆動用ＴＦＴ７４と有機ＥＬ素子７６とは、電源配線Ｖ
ｓと共通配線Ｖｃｏｍの間に直列に配置されている。
【０２８５】
　そして、駆動用ＴＦＴ７４のゲート端子（電流制御端子）には第１コンデンサ７５の一
方の端子（第１端子とする）が接続され、第１コンデンサ７５のもう一方の端子（第２端
子とする）は駆動用ＴＦＴ７４のドレイン端子（電流出力端子）および有機ＥＬ素子７６
の陽極へ接続されている。
【０２８６】
　また、この画素回路構成では、ソース配線Ｓｊに平行に第３の配線である信号線Ｔｊが
配置され、駆動用ＴＦＴ７４のゲート端子はスイッチ用ＴＦＴ７３を介して信号線Ｔｊに
接続している。
【０２８７】
　さらに、駆動用ＴＦＴ７４のソース端子（電流入力端子）と電源配線Ｖｓとの間にはス
イッチ用ＴＦＴ７１が配置されており、駆動用ＴＦＴ７４とスイッチ用ＴＦＴ７１との間
の接続点は、スイッチ用ＴＦＴ７２を介してソース配線Ｓｊと接続されている。
【０２８８】
　この画素回路Ａｉｊを構成するスイッチ用ＴＦＴ７３，７２，７１のゲート端子には各
々制御配線Ｇｉ，Ｗｉ，Ｒｉが接続されている。
【０２８９】
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　ソースドライバ回路５０では、複数の画素回路Ａ１ｊ～Ａｎｊに対応して１つの出力端
回路Ｄｊが配置されている。この出力端回路Ｄｊは、図３８に示すように、信号線Ｔｊに
第２コンデンサ８０の一方の端子（第１端子とする）が接続され、更に信号線Ｔｊとソー
ス配線Ｓｊとの間に第１のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ７７が配置さ
れている。また、第２コンデンサ８０のもう一方の端子（第２端子とする）と所定電圧線
Ｖａの間には第３のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ７８が配置され、第
２コンデンサ８０の第２端子とソース配線Ｓｊとの間には第２のスイッチ用トランジスタ
であるスイッチ用ＴＦＴ７９が配置されている。さらに、信号線ＴｊとＯＦＦ電位線Ｖｏ
ｆｆとの間には第４のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用ＴＦＴ８１が配置されて
いる。
【０２９０】
　上記出力端回路Ｄｊにおいて、スイッチ用ＴＦＴ８１のゲート端子には制御配線Ｅｊが
接続され、スイッチ用ＴＦＴ７７，７８のゲート端子には制御配線Ｃｃが接続され、スイ
ッチ用ＴＦＴ７９のゲート端子には制御配線Ｂｃが接続されている。
【０２９１】
　上記表示装置の画素回路Ａｉｊおよび出力端回路Ｄｊにおける動作を、制御配線Ｒｉ，
Ｗｉ，Ｇｉ，Ｃｃ，Ｂｃ，Ｅｊおよびソース配線Ｓｊの動作タイミングを示す図３９を参
照して以下に説明する。
【０２９２】
　本実施の形態７に係る駆動方法では、画素回路Ａｉｊの選択期間である時間０～６ｔ１
の間に、制御配線Ｒｉの電位をＨｉｇｈ（ＧＨ）としてスイッチ用ＴＦＴ７１をＯＦＦ状
態とする。また、時間ｔ１～５ｔ１の間に、制御配線Ｗｉの電位をＬｏｗ（ＧＬ）として
スイッチ用ＴＦＴ７２をＯＮ状態とする。これにより、駆動用ＴＦＴ７４のソース端子と
ソース配線Ｓｊが接続された状態を作る。
【０２９３】
　また、画素回路Ａｉｊでは、時間ｔ１～４ｔ１において、制御配線Ｇｉの電位をＬｏｗ
としてスイッチ用ＴＦＴ７３をＯＮ状態とし、駆動用ＴＦＴ７４のゲート端子を信号線Ｔ
ｊと電気的に接続させる。これにより、駆動用ＴＦＴ７４のゲート端子に第１コンデンサ
７５および第２コンデンサ８０が接続された状態を作る。
【０２９４】
　出力端回路Ｄｊでは第１の期間（時間ｔ１～２ｔ１）において、制御配線Ｃｃの電位を
Ｈｉｇｈとして、スイッチ用ＴＦＴ７７，７８をＯＮ状態とする。この結果、駆動用ＴＦ
Ｔ７４のゲート端子とソース端子とが、スイッチ用ＴＦＴ７３，７７，７２を通じて電気
的に接続される。また、第２コンデンサ８０の第２端子は、スイッチ用ＴＦＴ７８を通じ
て所定電圧線Ｖａへ接続される。このとき、図示しないソースドライバ回路からソース配
線Ｓｊ,スイッチ用ＴＦＴ７２，駆動用ＴＦＴ７４を通して有機ＥＬ素子７６へ一定電流
が流れる。
【０２９５】
　その後、制御配線Ｃｃの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ７７，７８をＯＦＦ状態
として、このときの信号線Ｔｊの電位を第１コンデンサ７５および第２コンデンサ８０を
用いて保持する。
【０２９６】
　このとき、第１コンデンサ７５および第２コンデンサ８０に貯められた電荷により、駆
動用ＴＦＴ７４のゲートでは、該駆動用ＴＦＴ７４の閾値電圧・移動度に依らず、第２コ
ンデンサ８０の第２端子電位がＶａのとき、先の一定電流（上記第１の期間で駆動用ＴＦ
Ｔ７４のソース・ドレイン間に流れた電流）が流れるような電位が保持される。
【０２９７】
　次に、第２の期間（時間３ｔ１～４ｔ１）では、制御配線Ｂｃの電位をＨｉｇｈとして
、スイッチ用ＴＦＴ７９をＯＮ状態とする。この結果、第２コンデンサ８０の第２端子は
、スイッチ用ＴＦＴ７９，７２を通じて駆動用ＴＦＴ７４のソース端子と接続される。こ
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のとき、図示しないソースドライバ回路からソース配線Ｓｊ,スイッチ用ＴＦＴ７２，駆
動用ＴＦＴ７４を通して有機ＥＬ素子７６へ所望の電流が流される。
【０２９８】
　これにより、上記第２の期間では、駆動用ＴＦＴ７４の閾値電圧・移動度に依らず、駆
動用ＴＦＴ７４のソース・ドレイン間電位が上記電位Ｖａ－Ｖｘ（Ｖｘは上記第２の期間
における有機ＥＬ素子７６の陽極電位）のとき、駆動用ＴＦＴ７４に上記電流（上記第１
の期間で駆動用ＴＦＴ７４のソース・ドレイン間に流れた電流）を流すよう設定される。
そして、駆動用ＴＦＴ７４へ所望の電流を流すことで、駆動用ＴＦＴ７４のソース・ドレ
イン間電位が概ね一定の条件で駆動用ＴＦＴのゲート・ソース間電位を設定できる。
【０２９９】
　この第２の期間での駆動用ＴＦＴ７４のドレイン・ゲート間電位は、その後、時間４ｔ
１で、制御配線Ｇｉの電位をＨｉｇｈとし、スイッチ用ＴＦＴ７３をＯＦＦ状態とするこ
とで、第１コンデンサ７５に保持される。
【０３００】
　その後、時間５ｔ１で、制御配線Ｂｃの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ７９をＯ
ＦＦ状態とすることで第２コンデンサ８０とソース配線Ｓｊとの電気的接続を遮断し、制
御配線Ｗｉの電位をＨｉｇｈとしてスイッチ用ＴＦＴ７２をＯＦＦ状態とすることで駆動
用ＴＦＴ７４のソース端子とソース配線Ｓｊとの電気的接続を遮断する。さらに、時間６
ｔ１で、制御配線Ｒｉの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ７１をＯＮ状態として駆動
用ＴＦＴ７４から有機ＥＬ素子７６へ電流を流す状態とする。
【０３０１】
　以上で、画素回路Ａｉｊの選択期間が終わり、次の画素回路Ａ（ｉ＋１）ｊの選択期間
になる。
【０３０２】
　また、図３９における９ｔ１～１１ｔ１に示す期間で、制御配線Ｅｊの電位をＨｉｇｈ
としてスイッチ用ＴＦＴ８１をＯＮ状態とし、信号線ＴｊへＯＦＦ電位Ｖｏｆｆを供給す
ることによって信号線ＴｊをＯＦＦ電位とすることで、非選択期間における有機ＥＬ素子
７６の電流値をほぼ０とできる。またこの間、制御配線Ｃｃの電位はＬｏｗ，制御配線Ｂ
ｃの電位はＨｉｇｈとする。
【０３０３】
　この画素回路構成およびソースドライバ回路の出力端回路構成を用いて、有機ＥＬ素子
７６を流れる電流値をシミュレーションで求めた結果、実施の形態６と同様の結果を得た
。
【０３０４】
　〔実施の形態８〕
　本実施の形態８では、本発明に係る駆動方法の特徴的動作を説明する。本実施の形態８
の駆動方法は、実施の形態２で示したように本発明の構特徴的構成部分を、画素回路とソ
ースドライバ回路とに分割して配置した構成において生じる問題点を解決するものである
。先ずは、この問題点について説明する。
【０３０５】
　実際の表示装置では、図８に示した画素回路Ａｉｊとソースドライバ出力端回路Ｄｊと
の間に配置したソース配線Ｓｊ及び信号線Ｔｊに浮遊容量が存在する。この浮遊容量の値
を５ｐＦと仮定して、図８の画素回路Ａｉｊの駆動用ＴＦＴ１１を流れる電流Ｉｐとソー
ス・ドレイン間電位Ｖｓｄとの変化をシミュレーションした結果を図４０に示す。
【０３０６】
　即ち、図４０では、時間０．９９２～１．０８０ｍｓまでが選択期間であり、この間は
、制御配線ＲｉをＨｉｇｈとしてスイッチ用ＴＦＴ１３をＯＦＦとし、制御配線ＷｉをＬ
ｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ１４をＯＮとする。また、時間０．９９２～１．０２４ｍｓ
までが本発明の駆動方法の第１の期間であり、この期間は、ゲート配線ＧｉをＨｉｇｈと
してスイッチ用ＴＦＴ１５をＯＮ状態とし、制御配線ＣｊをＨｉｇｈとしてスイッチ用Ｔ
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ＦＴ２２，２３をＯＮ状態とする。
【０３０７】
　このことにより、駆動用ＴＦＴ１１のゲート・ドレイン間を短絡し、ゲート端子にコン
デンサ１２，２５を接続し、コンデンサ２５の第２端子を所定電圧線Ｖａに接続する。こ
のとき、駆動用ＴＦＴ１１のゲート・ソース間電位Ｖｓｄが安定するまでに２０μｓ程度
掛かっている。その後、制御配線ＣｊをＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ２２，２３をＯＦ
Ｆ状態として、第１の期間を終了する。
【０３０８】
　また、時間１．０３４～１．０７４ｍｓまでが本発明の駆動方法の第２の期間であり、
この期間は、制御配線ＢｊをＨｉｇｈとして、スイッチ用ＴＦＴ２４をＯＮ状態とする。
【０３０９】
　このとき、第２のコンデンサ２５の第２端子電位はＶａに向かうので、このことにより
駆動用ＴＦＴ１１のソース・ドレイン間電位はほぼＶｓ－Ｖａとなる。そして、このソー
ス・ドレイン間電位をほぼ一定とした状態で、駆動用ＴＦＴ１１のソース・ゲート間電位
を設定するので、駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度特性に依らず一定の電流を流すよ
う設定できる。このとき、駆動用ＴＦＴ１１のソース・ドレイン間を流れる電流Ｉｐが安
定するまでに３０μｓ程度掛かっている。その後、ゲート配線ＧｉをＬｏｗとして、スイ
ッチ用ＴＦＴ１５をＯＦＦ状態として、選択期間を終了する。
【０３１０】
　その後の非選択期間では、時間１．０９６ｍｓ以降に示すように、駆動用ＴＦＴ１１の
閾値電圧・移動度特性に依らず、駆動用ＴＦＴ１１のソース・ドレイン間の電位Ｖｓｄ及
び駆動用ＴＦＴ１１のソース・ドレイン間を流れる電流Ｉｐが一定となる。
【０３１１】
　なお、図４０において示しているソース・ドレイン間電位Ｖｓｄ（１）～Ｖｓｄ（５）
、およびソース・ドレイン間電流Ｉｐ（１）～（５）のそれぞれは、駆動用ＴＦＴ１１の
閾値電圧・移動度の特性を表１に示す条件で変化させた結果である。
【０３１２】
　このように、本駆動方法を用いれば、駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度ばらつきに
依らず均一な電流が有機ＥＬ素子１６へ与えられるので、均一な表示が得られるといった
効果がある。
【０３１３】
　しかしながら、そのために必要な選択期間は従来技術で示した図２２の画素回路構成よ
りも長くなる。即ち、図２２の画素回路構成では、必要な選択期間は図４０の第１の期間
だけで済むが、本発明の駆動方法では図４０の第１の期間と第２の期間とを必要とする。
そこで、本発明の駆動方法において選択期間を短くするためには、この第２の期間を短く
する必要が生じる。
【０３１４】
　そのような駆動方法を実現するための回路構成を図４１に示す。図４１に示す回路構成
は、図８同様、本発明の構成の第１の特徴的構成部分を、画素回路Ａｉｊとソースドライ
バ出力端回路Ｄｊとに分割した構成である。図４１では、図８と同様の動作を行うコンデ
ンサおよびＴＦＴ等については、図８と同一の部材番号を付し、その詳細な説明は省略す
る。
【０３１５】
　図４１の回路構成では、上記ソース配線Ｓｊ及び信号線Ｔｊに存在する浮遊容量をコン
デンサ１７，１８として記載している。また、信号線ＴｊにはＴＦＴ１９，２０からなる
保護回路を設けている。
【０３１６】
　この保護回路は、ｎ型ＴＦＴ１９を信号線Ｔｊと電源配線Ｖｓとの間に設け、ｐ型ＴＦ
Ｔ２０を信号線Ｔｊと共通配線Ｖｃｏｍとの間に設けたものである。またＴＦＴ１９，２
０のゲート端子には各々電位ＤＬ，ＤＨを与える。
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【０３１７】
　このことにより、信号線Ｔｊの電位がＤＬ（正確には電位ＤＬ－ＴＦＴ１９の閾値電位
）より低くなると、信号線Ｔｊへ電源配線Ｖｓから電流が流れ、その電位がそれ以上低く
ならないように保護される。逆に信号線Ｔｊの電位がＤＨ（正確には電位ＤＨ＋ＴＦＴ２
０の閾値電位）より高くなると、信号線Ｔｊから共通配線Ｖｃｏｍへ電流が流れ、その電
位がそれ以上高くならないように保護される。
【０３１８】
　また、図４１の回路構成では、第１のスイッチング素子であるスイッチ用ＴＦＴ２２と
第３のスイッチング素子であるスイッチ用ＴＦＴ２３とのゲート端子配線を分離し、これ
らのゲート配線を各々制御配線Ｃｃ，Ｆｃと接続する。その他、信号配線ＢｊをＢｃとし
ている点に図８との違いがあるが、これは信号配線Ｂｊをソース配線Ｓｊによらない共通
配線とすることを意味している。
【０３１９】
　この、図４１の画素回路Ａｉｊおよび出力端回路Ｄｊにおける動作を、制御配線Ｇｉ，
Ｗｉ，Ｃｃ，Ｂｃ，Ｆｃ，Ｅｊおよびソース配線Ｓｊの動作タイミングを用いて図４２に
示す。
【０３２０】
　即ち、画素回路Ａｉｊの選択期間である時間ｔ１～８ｔ１の間に、制御配線Ｗｉの電位
をＨｉｇｈ（ＧＨ）としてスイッチ用ＴＦＴ１３をＯＦＦ状態とし、スイッチ用ＴＦＴ１
４をＯＮ状態とする。
【０３２１】
　画素回路Ａｉｊでは、第１の期間（時間ｔ１～４ｔ１）において、制御配線Ｇｉの電位
をＨｉｇｈとしてスイッチＴＦＴ１５をＯＮ状態とし、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子を
信号線Ｔｊと電気的に接続させる。これにより、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子に第１コ
ンデンサ１２および第２コンデンサ２５とが接続された状態を作る。
【０３２２】
　これと前後し、出力端回路Ｄｊでは、制御配線Ｃｃの電位をＨｉｇｈとして、スイッチ
用ＴＦＴ２２をＯＮ状態とする。また制御配線Ｆｃの電位もＨｉｇｈとしてスイッチ用Ｔ
ＦＴ２３をＯＮ状態とする。この結果、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子とドレイン端子と
が、スイッチ用ＴＦＴ１５，２２，１４を通じて電気的に接続される。また、第２コンデ
ンサ２５の第２端子は、スイッチ用ＴＦＴ２３を通じて所定電圧線Ｖａへ接続される。こ
のとき、電源配線Ｖｓから駆動用ＴＦＴ１１，スイッチ用ＴＦＴ１４，ソース配線Ｓｊを
通して電流出力端Ｉｊより一定電流が流れる。
【０３２３】
　その後、このときのソース配線Ｓｊの電位を第１コンデンサ１２および第２コンデンサ
２５を用いて保持するために、時間４ｔ１にて制御配線Ｃｃの電位をＬｏｗとしてスイッ
チ用ＴＦＴ２２をＯＦＦ状態とする。
【０３２４】
　このとき、第１コンデンサ１２および第２コンデンサ２５により、駆動用ＴＦＴ１１の
ゲート端子では、該駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度に依らず、第２コンデンサ２５
の第２端子電位がＶａのとき、先の一定電流（上記第１の期間で駆動用ＴＦＴ１１のソー
ス・ドレイン間に流れた電流）が流れるような電位が保持される。
【０３２５】
　次に、第２の期間（時間５ｔ１～７ｔ１）では、制御配線Ｂｃの電位をＨｉｇｈとして
、スイッチ用ＴＦＴ２４をＯＮ状態とする。この結果、第２コンデンサ２５の第２端子は
、スイッチ用ＴＦＴ２４，１４を通じて駆動用ＴＦＴ１１のドレイン端子と接続される。
このとき、電源配線Ｖｓから駆動用ＴＦＴ１１，スイッチ用ＴＦＴ１４，ソース配線Ｓｊ
を通じて電流出力端Ｉｊより所望の電流が流される。
【０３２６】
　しかしながら、図４２に示す本駆動方法では、制御配線Ｆｃを時間ｔ１～６ｔ１までＨ
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ｉｇｈとして、第２の期間に入ってもスイッチ用ＴＦＴ２３をＯＮとしている。このこと
により、図９に示した駆動方法とは異なり、第２の期間である時間５ｔ１～７ｔ１のうち
最初の５ｔ１～６ｔ１の間も、第２コンデンサ２５の第２端子へ所定電圧配線Ｖａより電
圧が供給される。そして、この電流がソース配線Ｓｊの電位をＶａとする（駆動用ＴＦＴ
１１は一定電流を流すようセットされているので、電源配線Ｖｓと所定電圧配線Ｖａの間
を流れる電流は上記一定電流のみとなる）。
【０３２７】
　このように、図４２に示す駆動方法では、予めソース配線Ｓｊの電位をＶａとしてから
、制御配線ＦｃをＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ２３をＯＦＦとする。そして、第２の期
間の残り時間６ｔ１～７ｔ１でソース配線Ｓｊの電位が駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移
動度特性に合わせて変化し、駆動用ＴＦＴ１１のソース・ドレイン間電位が概ね一定の条
件で駆動用ＴＦＴのゲート・ソース間電位を設定できる。
【０３２８】
　この第２の期間での駆動用ＴＦＴ１１のソース・ゲート間電位は、その後、時間７ｔ１
で、制御配線Ｇｉの電位をＬｏｗとし、スイッチ用ＴＦＴ１５をＯＦＦ状態とすることで
、第１コンデンサ１２に保持される。
【０３２９】
　その後、時間８ｔ１で、制御配線Ｂｃの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ２４をＯ
ＦＦ状態とすることで第２コンデンサ２５とソース配線Ｓｊとの電気的接続を遮断し、制
御配線Ｗｉの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ１４をＯＦＦ状態、スイッチ用ＴＦＴ
１３をＯＮ状態として駆動用ＴＦＴ１１から有機ＥＬ素子１６へ電流を流す状態とする。
【０３３０】
　このように図４２の駆動方法では、図９の駆動方法とは異なり、第２の期間である時間
５ｔ１～７ｔ１のうち最初の５ｔ１～６ｔ１の間も、第２コンデンサ２５の第２端子へ所
定電圧配線Ｖａより電圧を供給する。このことにより、図４３にそのシミュレーション結
果を示すように、第２の期間の最初から駆動用ＴＦＴ１１のソース・ドレイン間電位Ｖｓ
ｄ及び駆動用ＴＦＴ１１のソース・ドレイン間を流れる電流Ｉｐがほぼ一定となる。
【０３３１】
　その後、駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度特性を補正するよう駆動用ＴＦＴ１１の
ソース・ゲート間電位Ｖｓｇが（それにつれて駆動用ＴＦＴ１１のソース・ドレイン間電
位Ｖｓｄが）変位し、その電位をゲート配線ＧｉをＬｏｗとすることで、第１コンデンサ
１２に保持し、非選択期間に駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度ばらつきに依らず均一
な電流が有機ＥＬ素子１６へ与えられるようにする。
【０３３２】
　この、図４３のシミュレーションにおいて、第２の期間は時間０．６１８～０．６３４
までの１６μｓであり、更にその最初の８μｓの間、上記第２コンデンサ２５の第２端子
が所定電位配線Ｖａと短絡されていることを考えると、図９の駆動方法に比べ図４２の駆
動方法の方が第２の期間を短くできることが分かる。
【０３３３】
　更に、本発明の駆動方法では、第１の期間を駆動用ＴＦＴ１１のゲート・ソース間電位
Ｖｓｄが安定するまで延ばす必要はない。
【０３３４】
　何故なら、本発明の画素回路構成で、第１の期間が終了したとき期待されるバラツキは
従来技術の図２２の画素回路構成と変わらない。そして、第２の期間でソース配線Ｓｊ電
位をＶａとしているときも、概ね期待されるバラツキは従来技術の図２２の画素回路構成
と変わらない。その後第２の期間でソース配線Ｓｊ電位がＶａから変化しているときのバ
ラツキは従来技術の図２２の画素回路構成より少なくなる。
【０３３５】
　従って、駆動用ＴＦＴ１１のゲート・ソース間電位Ｖｓｄが多少ばらついた状態で第１
の期間を終了しても第２の期間でそのばらつきを補正することにより、非選択期間に駆動
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用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度ばらつきに依らず均一な電流が有機ＥＬ素子１６へ与え
られるようにできる。
【０３３６】
　このように、本発明の駆動方法の好ましい駆動例では、第２期間の長さを短くし、必要
とする選択期間を短くできるので、より多くのゲート配線Ｇｉを駆動でき、より多くの画
素数を表示できるので、その効果は明らかである。
【０３３７】
　〔実施の形態９〕
　上記図８の回路構成では選択時間が長くなるといった問題点を解決する別の手段として
、本発明に係る第１の特徴的構成を適用した画素回路およびソースドライバ回路において
、第２コンデンサを画素回路の近くに配置することが有効である。
【０３３８】
　そのような回路構成として、図４４に示す画素回路Ａｉｊおよびソースドライバ出力端
回路Ｄｊおよびその他の回路Ｂｉｊがある。図４４では、図８と同様の動作を行うコンデ
ンサおよびＴＦＴ等については、図８と同一の部材番号を付し、その詳細な説明は省略す
る。
【０３３９】
　図４４の回路構成では、２つの画素回路Ａｉｊ，Ａ（ｉ＋１）ｊ毎に、第２のコンデン
サ２７およびスイッチ用ＴＦＴ２６から構成される１つのその他の回路Ｂｉｊを配置する
。そして、画素回路Ａｉｊ，Ａ（ｉ＋１）ｊの駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子と第２コン
デンサ２７の第１端子との間にスイッチ用ＴＦＴ２５を配置する。
【０３４０】
　このことにより、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子と第２コンデンサ２７とを繋ぐ配線を
短くし、その配線の浮遊容量を抑え、第２コンデンサ２７の容量が小さくても充分な効果
を上げることができるようになる。即ち、図４１の第２コンデンサ２５の容量は２ｐＦ程
度にしているのに対し、図４４の第２コンデンサ２７の容量は第１コンデンサ１２と同じ
１ｐＦとしている。
【０３４１】
　この図４４に示す回路構成の動作を、制御配線Ｇｉ，Ｗｉ，Ｐｉ，Ｇｉ＋１，Ｗｉ＋１
，Ｆｃ，Ｂｃおよびソース配線Ｓｊの動作タイミングを用いて図４５に示す。
【０３４２】
　即ち、図４５の駆動タイミングでは、画素回路Ａｉｊの選択期間である時間ｔ１～８ｔ
１の間に、制御配線Ｗｉの電位をＨｉｇｈ（ＧＨ）としてスイッチ用ＴＦＴ１３をＯＦＦ
状態とし、スイッチ用ＴＦＴ１４をＯＮ状態とする。
【０３４３】
　そして、第１の期間（時間ｔ１～４ｔ１）において、ゲート配線Ｇｉの電位をＨｉｇｈ
として、スイッチ用ＴＦＴ２５をＯＮ状態とする。また、制御配線Ｆｃの電位をＨｉｇｈ
として、ソースドライバ出力端回路Ｄｊにおけるスイッチ用ＴＦＴ２８をＯＮ状態とする
。更に、制御配線Ｐｉの電位をＨｉｇｈとして、スイッチ用ＴＦＴ２６をＯＮ状態とする
。
【０３４４】
　この結果、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子とドレイン端子とはスイッチ用ＴＦＴ２５・
２６・１４を通じて電気的に接続される。また、第２コンデンサ２７の第２端子は、信号
線Ｔｊ，スイッチ用ＴＦＴ２８を通じて所定電圧線Ｖａへ電気的に接続される。そしてこ
のとき、電源配線Ｖｓから駆動用ＴＦＴ１１、スイッチ用ＴＦＴ１４、ソース配線Ｓｊを
通じて、電流出力端Ｉｊより一定電流が流れる。
【０３４５】
　その後（時間４ｔ１以降）、制御配線Ｐｉの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ２６
をＯＦＦ状態とする。このとき、上記第１の期間で設定されたソース配線Ｓｊの電位は、
第１コンデンサ１２および第２コンデンサ２７を用いて保持される。
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【０３４６】
　第２の期間（時間５ｔ１～７ｔ１）では制御配線Ｂｃの電位をＨｉｇｈとして、ソース
ドライバ回路出力端Ｄｊにおけるスイッチ用ＴＦＴ２９をＯＮ状態とする。また、制御配
線Ｆｃは第２の期間の最初（時間５ｔ１～６ｔ１）までＨｉｇｈ状態を保ち、ソース配線
Ｓｊの電位を所定電位Ｖａとする。
【０３４７】
　その後、第２の期間の残り（時間６ｔ１～７ｔ１）で駆動用ＴＦＴ１１のソース・ドレ
イン間を流れる電流Ｉｐが安定するまで待ち、ゲート配線Ｇｉの電位をＬｏｗとして、ス
イッチ用ＴＦＴ２７をＯＦＦ状態とする。その後、制御配線Ｂｃの電位をＬｏｗとして、
スイッチ用ＴＦＴ２９をＯＦＦ状態として、画素Ａ（ｉ＋１）ｊの選択期間に入る。
【０３４８】
　即ち、図４４の駆動タイミングでは、画素Ａ（ｉ＋１）ｊの選択期間である時間９ｔ１
～１６ｔ１の間に、制御配線Ｗｉ＋１の電位をＨｉｇｈ（ＧＨ）としてスイッチ用ＴＦＴ
１３をＯＦＦ状態とし、スイッチ用ＴＦＴ１４をＯＮ状態とする。
【０３４９】
　そして、第１の期間（時間９ｔ１～１２ｔ１）において、ゲート配線Ｇｉ＋１の電位を
Ｈｉｇｈとして、スイッチ用ＴＦＴ２５をＯＮ状態とする。また、制御配線Ｆｃの電位を
Ｈｉｇｈとして、スイッチ用ＴＦＴ２８をＯＮ状態とする。更に、制御配線Ｐｉの電位を
Ｈｉｇｈとして、スイッチ用ＴＦＴ２６をＯＮ状態とする。
【０３５０】
　この結果、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子とドレイン端子とはスイッチ用ＴＦＴ２５・
２６・１４を通じて接続される。また、第２コンデンサ２７の第２端子は、信号線Ｔｊ，
スイッチ用ＴＦＴ２８を通じて所定電圧線Ｖａへ接続される。そしてこのとき、電源配線
Ｖｓから駆動用ＴＦＴ１１、スイッチ用ＴＦＴ１４、ソース配線Ｓｊを通じて、電流出力
端Ｉｊより一定電流が流れる。
【０３５１】
　その後（時間１２ｔ１以降）、制御配線Ｐｉの電位をＬｏｗとしてスイッチ用ＴＦＴ２
６をＯＦＦ状態とする。このとき、上記第１の期間で設定されたソース配線Ｓｊの電位は
、第１コンデンサ１２および第２コンデンサ２７を用いて保持される。
【０３５２】
　第２の期間（時間１３ｔ１～１５ｔ１）では制御配線Ｂｃの電位をＨｉｇｈとして、ス
イッチ用ＴＦＴ２９をＯＮ状態とする。また、制御配線Ｆｃは第２の期間の最初（時間１
３ｔ１～１４ｔ１）までＨｉｇｈ状態を保ち、ソース配線Ｓｊの電位を所定電位Ｖａとす
る。
【０３５３】
　その後、第２の期間の残り（時間１４ｔ１～１５ｔ１）で駆動用ＴＦＴ１１のソース・
ドレイン間を流れる電流Ｉｐが安定するまで待ち、ゲート配線Ｇｉの電位をＬｏｗとして
、スイッチ用ＴＦＴ２７をＯＦＦ状態とする。
【０３５４】
　このように、２つの画素Ａｉｊ，Ａ（ｉ＋１）ｊ毎にその他の回路Ｂｉｊを配置するこ
とで、本発明の手段を構成できる。
【０３５５】
　また、駆動用ＴＦＴ１１のゲート端子と第２コンデンサ２７との間の配線を短くするこ
とで、その配線の浮遊容量を抑え、第２コンデンサ２７の容量が小さくても本発明の手段
の効果（駆動用ＴＦＴ１１の閾値電圧・移動度特性のばらつきに依らず、駆動用ＴＦＴ１
１から有機ＥＬ１６へ与える電流を一定とする効果）を実現できる。
【０３５６】
　また、図１の画素回路構成に比べ、２つの画素Ａｉｊ，Ａ（ｉ＋１）ｊ当たりに必要な
第２のコンデンサ２７およびスイッチ用ＴＦＴ２６の数を減らせるので、その分開口率を
増やせる等の効果がある。
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【０３５７】
　上記各実施の形態において用いた有機ＥＬは高分子有機ＥＬである。有機ＥＬ素子を低
分子有機ＥＬで形成するときはマスク蒸着が必要であるが、高分子有機ＥＬで形成すると
きはインクジェットプロセスが用いられる。後者の場合、疎水性のバンクを形成し、その
中に駆動用ＴＦＴ毎に対応した親水性の穴を形成するが、この穴は必ずしも１画素毎に別
れている必要はなく、複数のＲＧＢ各色画素が共通の穴に配置さていても良い。特に、穴
をストライプ状に形成し、その両端に液的の受け皿を設ければ、ＲＧＢの画素ピッチに依
らず、液的受け皿のサイズを決められるので好ましい。
【図面の簡単な説明】
【０３５８】
【図１】本発明の一実施形態を示すものであり、実施の形態１に係る表示装置における画
素回路の構成を示す回路図である。
【図２】上記画素回路の制御配線における動作タイミングを示す波形図である。
【図３】上記画素回路において、駆動用ＴＦＴのソース－ゲート間電位およびソース－ド
レイン間電位の変化に関するシミュレーション結果を示すグラフである。
【図４】上記画素回路において、有機ＥＬ素子を流れる電流値のシミュレーション結果を
示すグラフである。
【図５】上記画素回路において、有機ＥＬ素子を流れる電流値のシミュレーション結果を
示すグラフである。
【図６】実施の形態１に係る表示装置における画素回路の図１とは別の構成を示す回路図
である。
【図７】実施の形態２に係る表示装置の構成を示す回路図である。
【図８】実施の形態２に係る表示装置における画素回路及びソースドライバ回路の構成を
示す回路図である。
【図９】上記画素回路及びソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示す
波形図である。
【図１０】上記画素回路において、有機ＥＬ素子を流れる電流値のシミュレーション結果
を示すグラフである。
【図１１】実施の形態３に係る表示装置における画素回路及びソースドライバ回路の構成
を示す回路図である。
【図１２】上記画素回路及びソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示
す波形図である。
【図１３】上記画素回路において、有機ＥＬ素子を流れる電流値のシミュレーション結果
を示すグラフである。
【図１４】実施の形態４に係る表示装置におけるソースドライバ回路の構成を示す回路図
である。
【図１５】上記ソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示す波形図であ
る。
【図１６】上記ソースドライバ回路において、駆動用ＴＦＴのソース－ゲート間電位およ
びソース－ドレイン間電位の変化に関するシミュレーション結果を示すグラフである。
【図１７】上記ソースドライバ回路において、駆動用ＴＦＴのソース－ドレイン間を流れ
る電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。
【図１８】図１４に示すソースドライバ回路と図１に示す画素回路を組み合わせた場合の
表示装置において、各制御配線における動作タイミングを示す波形図である。
【図１９】図１４に示すソースドライバ回路と図１に示す画素回路を組み合わせた回路構
成において、ソースドライバ回路の駆動用ＴＦＴのソース－ゲート間電位およびソース－
ドレイン間電位の変化に関するシミュレーション結果を示すグラフである。
【図２０】図１４に示すソースドライバ回路と図１に示す画素回路を組み合わせた回路構
成において、画素回路の有機ＥＬ素子を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラ
フである。
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【図２１】実施の形態４に係る表示装置におけるソースドライバ回路の図１４とは別の構
成を示す回路図である。
【図２２】従来の表示装置における画素回路の構成例を示す回路図である。
【図２３】従来の表示装置における画素回路の他の構成例を示す回路図である。
【図２４】上記従来の画素回路の制御配線における動作タイミングを示す波形図である。
【図２５】上記従来の画素回路において、有機ＥＬ素子を流れる電流値のシミュレーショ
ン結果を示すグラフである。
【図２６】上記従来の画素回路において、有機ＥＬ素子を流れる電流値のシミュレーショ
ン結果を示すグラフである。
【図２７】上記従来の画素回路において、駆動用ＴＦＴのソース－ゲート間電位およびソ
ース－ドレイン間電位の変化に関するシミュレーション結果を示すグラフである。
【図２８】駆動用ＴＦＴにおいて、ソース・ドレイン間電圧Ｖｓｄと、ソース・ドレイン
間を流れる電流値の関係を示すグラフである。
【図２９】駆動用ＴＦＴと有機ＥＬ素子を直列に接続した回路構成を示す回路図である。
【図３０】図２９の回路を用い、非選択期間での駆動用ＴＦＴのソース・ドレイン間電流
のばらつきを、シミュレーションにて調べた場合の結果を示すグラフである。
【図３１】実施の形態５に係る表示装置における画素回路及びソースドライバ回路の構成
を示す回路図である。
【図３２】上記画素回路及びソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示
す波形図である。
【図３３】上記画素回路及びソースドライバ回路において、駆動用ＴＦＴのソース－ドレ
イン間を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。
【図３４】実施の形態６に係る表示装置における画素回路及びソースドライバ回路の構成
を示す回路図である。
【図３５】上記画素回路及びソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示
す波形図である。
【図３６】上記画素回路及びソースドライバ回路において、駆動用ＴＦＴのソース－ドレ
イン間を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。
【図３７】実施の形態６に係る表示装置の別の画素回路及びソースドライバ回路の構成を
示す回路図である
【図３８】実施の形態７に係る表示装置における画素回路及びソースドライバ回路の構成
を示す回路図である。
【図３９】上記画素回路及びソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示
す波形図である。
【図４０】図８の画素回路及びソースドライバ回路において、駆動用ＴＦＴのソース－ド
レイン間電位およびソース－ドレイン間で電流の変化に関するシミュレーション結果を示
すグラフである。
【図４１】実施の形態８に係る表示装置における画素回路及びソースドライバ回路及びそ
の他の回路の構成を示す回路図である。
【図４２】上記画素回路及びソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示
す波形図である。
【図４３】図４１の画素回路及びソースドライバ回路において、駆動用ＴＦＴのソース－
ドレイン間電位およびソース－ドレイン間で電流の変化に関するシミュレーション結果を
示すグラフである。
【図４４】実施の形態９に係る表示装置における画素回路及びソースドライバ回路及びそ
の他の回路の構成を示す回路図である。
【図４５】上記画素回路及びソースドライバ回路及びその他の回路の制御配線における動
作タイミングを示す波形図である。
【符号の説明】
【０３５９】
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　１、１’、１１、４１、６３、７４、９４　　駆動用ＴＦＴ（駆動用トランジスタ）
　２、１２、４４、６８、７５、９８　　第１コンデンサ
　３、２２、２６、４２、６４、７７、９５　　スイッチ用ＴＦＴ（第１スイッチ用トラ
ンジスタ）
　６、６’、４８、６９、７６、９６　　有機ＥＬ素子（電流駆動発光素子）
　７、２５、２７、４５、６７、８０、９７　　第２コンデンサ
　８、２３、２８、４９、６５、７８、９９　　スイッチ用ＴＦＴ（第３スイッチ用トラ
ンジスタ）
　９、２４、２９、５１、６６、７９、１００　　スイッチ用ＴＦＴ（第２スイッチ用ト
ランジスタ）
２１、７０、　　スイッチ用ＴＦＴ（第４スイッチ用トランジスタ）
１７、１８、　　浮遊容量
１９、２０、　　保護用ＴＦＴ
Ｖａ　　所定電圧線
Ａｉｊ　画素回路
Ｄｊ　　出力端回路（ソースドライバ回路）
Ｔｊ　　接続配線

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】
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【図４３】 【図４４】

【図４５】
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